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PROGRAMA UPM DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E 
INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3) 


 
Convocatoria de 14 de diciembre de 2022 del Programa para la Contratación de Doctores con 


Perfil Investigador 
 


SOLICITUD PARA INVESTIGADORES DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 
 


 
D. Sergio Fernández Garrido, investigador contratado al amparo del Programa Ramón y Cajal, en la Universidad 
Politécnica de Madrid, solicita participar como candidato/a a la plaza nº 1 del área de conocimiento Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica en el departamento Ciencia de Materiales, con destino en el Centro/Instituto 
ISOM.  
 
Manifestando su conformidad con el Procedimiento para el Programa UPM-I3, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 27 de octubre de 2005 y con la convocatoria de 14 de diciembre de 2022, de dicho Programa, 
firma su solicitud.  
 


En Madrid a 21 de diciembre de 2022 


El/La doctor/a Ramón y Cajal:                                                                 El/La director/a de departamento 


Firma,                                                                                                                    a efectos de futura docencia 
                                                                                                                              Firma, 


 
 


D/Dª Sergio Fernández Garrido                                                                D/Dª Francisco Gálvez Díaz-Rubio     


 
Documentación que debe acompañar a la solicitud: 
 
a) Curriculum vitae actualizado del solicitante.  
 
b)  Memoria de la actividad investigadora realizada en la UPM como contratado Ramón y Cajal, debiendo detallarse la 


participación o dirección en proyectos obtenidos en convocatorias públicas competitivas, los contratos de 
investigación, la tutela de becarios o dirección de tesis doctorales, en su caso, la dirección o coordinación de equipos 
de trabajo, las publicaciones científicas (revistas, libros, ponencias) destacando las de mayor factor de impacto y las 
solicitudes de patentes.  


 
c)  Memoria de la actividad investigadora prevista. Deberá indicarse expresamente la relación con la actividad realizada 


en la UPM como contratado Ramón y Cajal y su adecuación con el perfil investigador de la plaza a la que concurre. 
 
d) Acreditación de la evaluación positiva de su actividad como profesor contratado doctor. En los casos en que no se 


disponga de la acreditación indicada, y tal como se especifica en el artículo 3.2 c) del Procedimiento, documento de 
compromiso personal de su obtención en un periodo no superior a dos años, según el modelo anejo al formulario de 
solicitud. 


 
e) Acreditación de disponer de informe positivo del Ministerio de Economía y Competitividad sobre su actividad como 


contratado Ramón y Cajal, y evaluación positiva a efectos del Programa I3. 
 
f) Títulos de Doctor y de Ingeniero Arquitecto o Licenciado, para realizar actividades propias de la docencia.  


 
 
 
 
 
 
 
Este impreso de solicitud deberá enviarse al Servicio de Investigación a través de registro electrónico y por e-mail (rrhh.investigacion@upm.es), junto con el resto de la 
documentación. 


 
Sra. Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM 
 



mailto:rrhh.investigacion@upm.es





 


 
 


 
 


COMPROMISO  
 


 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2 d) de la Resolución del Rector de 14 de diciembre de 2022, por 
la que se hace pública la convocatoria del programa para la contratación de doctores con perfil 
investigador (Programa I3), 
 
D./Dª Sergio Fernández GArrido, con DNI / NIE  02649224S, en calidad de candidato/a a la plaza nº 
1  de la convocatoria citada, 
 
 
 
Se compromete a obtener la evaluación positiva, como profesor contratado doctor (en caso de no tenerla 
concedida), por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), en un 
plazo no superior a dos años a contar desde esta fecha. 
 
 


En Madrid, a 21 de  diciembre de 2021     
 


El/La candidato/a 
 
 
 


 
 


Fdo.: Sergio Fernández Garrido     
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MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES


SECRETARÍA GENERAL
DE  UNIVERSIDADES


Visto  el  informe  favorable  emitido  por  la  ANECA,  cuyo  contenido  se  adjunta  como  anexo
inseparable  de  esta  resolución,  esta  Secretaría  General  de  Universidades,  en  virtud  de  lo
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula
el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de
la  Calidad  y  Acreditación,  y  de  su  certificación,  a  los  efectos  de  contratación  de  personal
docente  e  investigador  universitario.


RESUELVE certificar la EVALUACION POSITIVA de su actividad docente e investigadora, a
los  efectos  de  que  pueda  ser  contratado/a  como  PROFESOR/A  CONTRATADO/A
DOCTOR/A,  causando  efectos  desde  el  día  de  la  fecha  señalada  en  el  informe  de
evaluación adjunto a esta resolución o,  en su caso,  desde la fecha en que se cumplan las
condiciones  establecidas en el  mismo.


Contra  la  presente  resolución  podrá  interponerse  recurso  de  alzada  ante  el  Ministro  de
Universidades en el plazo de un mes desde la recepción de su notificación, de acuerdo con
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.


Madrid, a 18 de junio de 2021


El Secretario General de Universidades,


José Manuel Pingarrón Carrazón


Con fecha 01/03/2021 se ha recibido en esta Secretara General de Universidades, conforme
a  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  1052/2002,  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el
procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad  y  Acreditación,  y  de  su  certificación,  a  los  efectos  de  contratación  de  personal
docente  e  investigador  universitario,  la  solicitud  de  D/Dña.  SERGIO  FERNANDEZ
GARRIDO,  con  DNI/NIE  02649224S  y  número  de  expediente  2021/02838  (PROFESOR/A
CONTRATADO/A  DOCTOR/A),  para  obtener  la  evaluación  de  la  Agencia  Nacional  de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación, a los efectos de poder ser contratado/a por una
universidad española en alguna de las figuras de personal docente e investigador, así como
en  las  universidades  privadas,  según  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de
diciembre,  de  Universidades.


Calle Paseo de la Castellana, 162 planta 17
28046 Madrid
evalua.profesor@ciencia.gob.es
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https://sede.educacion.gob.es/cid/consultaCID?cid=427419822031991328724086





Referencia: 2021-2838
Solicitante: SERGIO FERNANDEZ GARRIDO
DNI: 02649224S
Figura: PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A


El comité de CIENCIAS EXPERIMENTALES del Programa de Evaluación del Profesorado de
esta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, vista la solicitud de
referencia, ha analizado la actividad desarrollada y los méritos aportados por el/la solicitante,
y valorando todo ello conforme a lo dispuesto en el Anexo IV de la Resolución de 18 de
febrero de 2005,  de la Dirección General de Universidades (BOE del 4 de marzo), ha
otorgado en su sesión del 16 de junio de 2021 a Don/Doña SERGIO FERNANDEZ GARRIDO
evaluación POSITIVA de la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A,
establecida en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades.


La presente evaluación positiva ha quedado registrada en esta Agencia Nacional con el
Número PCD : 2021-2838.


Lo que comunico a esa Secretaría General para su conocimiento y efectos.


Madrid, a 16 de junio de 2021
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE EVALUACIÓN


Fdo. Margarita del Arco Sánchez


Sr. Secretario General de Universidades
Ministerio de Universidades
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Summary of CV


This section describes briefly a summary of your career in science, academic and research; the
main scientific and technological achievements and goals in your line of research in the medium
-and long- term. It also includes other important aspects or peculiarities.


Sergio Fernández Garrido graduated in Physics with honors at Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) in 2003. In 2004, he was awarded with a fellowship for the training of
university personnel (FPU) to carry out his PhD at Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y
Microtecnología (ISOM), a “Major Scientific Facility” from Universidad Politécnica de Madrid
(UPM). His PhD was on the analysis of the synthesis and properties of group-III nitride
compound semiconductors, the material system that revolutionized solid-state lighting and
high-power/high-frequency electronics. During his PhD, he was visiting scientist in 2 foreign
research centers: the Solid-State Lighting and Display Center at University of California Santa
Barbara (USA) (4 months in 2006), and the High-Pressure Research Center of the Polish
Academy of Sciences (Poland) (3 months in 2007). In parallel to his research activities, the
applicant imparted two under-graduate courses from the Materials Engineering degree at
UPM in 2008 (60 hours). In July 2009, he defended his PhD thesis entitled, “Crecimiento
de nitruros del grupo III por epitaxia de haces moleculares para la fabricación de diodos
electroluminiscentes en el rango visible-ultravioleta”, which received the European Academic
Distinction and was evaluated as “sobresaliente Cum Laude” by an international jury. After the
PhD defense, he remained at ISOM working as Postdoc in a European project until April 2010.
Then, he joined Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) (Berlin, Germany) with a 3-
year postdoctoral contract to develop hybrid ferromagnetic/semiconductor heterostructures for
spintronics as well as group-III nitride nanowires for the fabrication of nanostructured light-
emitting diodes on silicon and non-conventional substrates, such as metals and 2D materials.
After this postdoctoral contract, he obtained a permanent position as senior scientist at PDI in
2013 becoming in charge of the institute research activities related to the synthesis of group-III
nitride nanowires. As permanent senior scientist at PDI, he: (i) co-supervised 1 master thesis
and 1 PhD thesis, (ii) organized and supervised the activities of Postdocs (2), technicians
(4) and numerous visiting scientists, (iii) coordinated national and international collaborations,
(iv) coordinated 2 R&D projects, and (v) obtained his own funds as principal investigator of
a R&D project focused on the analysis of hybrid inorganic/organic semiconductor interfaces
(funded with 435.000,00 € by BMBF). After 8 years at PDI, in April 2018, he moved to UAM
with a Ramón y Cajal contract. There, his research interest was shifted to the development of
advanced materials, in the form of thin films and nanowires, for third-generation photovoltaic
solar cells and quantum information technologies. In 2022, he transferred his Ramón y Cajal
contract to ISOM and the Materials Science Department from UPM, where he continues
developing III-V materials for photovoltaics and quantum technologies. During the Ramón y
Cajal contract, he: (i) supervised 2 bachelor thesis, 5 master thesis and 1 research assistant,
(ii) imparted 340 hours of teaching distributed between master and under-graduate university
courses at UAM and UPM, (iii) became principal investigator of a project funded by Ministerio
de Ciencia e Innovación with 166.980,00 € to develop III-V compounds for third generation
solar cells,  (iv) obtained twice a two-year contract funded by Comunidad de Madrid to hire a
research assistant (45.000,00 €/contract), (v) participated as secondary proposer in the COST
action “European Network for Innovative and Advanced Epitaxy”, becoming member of its
management committee, and leader of the short-term scientific missions program, (vi) applied
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for an ERC-Consolidator Grant in 2021 (reaching step 2) and 2022 (still waiting for the final
decision after reaching again step 2), and (vii) obtained from ANECA the accreditations as
Profesor Contratado Doctor and Profesor de Universidad Privada as well as the recognition
of a first six-year period of research.
Along his entire scientific career, he has been reviewer for several international journals and
R&D programs, member of the organizing committee of an international conference, taken
part in 19 R&D projects (including 3 EU projects), obtained 2 patents granted by the European
Patent Office, and co-authored >90 research articles, >100 conference contributions (including
the presentation of 9 invited talks at international conferences), and 1 book chapter. His work
has received >3300 (>2300) citations, resulting in an h-index of 32 (28) according to Google
Scholar (WOS).
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General quality indicators of scientific research


This section describes briefly the main quality indicators of scientific production (periods of
research activity, experience in supervising doctoral theses, total citations, articles in journals of
the first quartile, H index...). It also includes other important aspects or peculiarities.


Among the >90 research articles co-authored by the applicant ( about 85% published in Q1
journals according to Scimago database, and 30 articles published as either first author or
publication leader), the  5 most relevant publications are:


1. “A growth diagram for plasma-assisted molecular beam epitaxy of GaN nanocolumns
on Si (111)” by S. Fernández-Garrido et al., Journal of Applied Physics 106, 126102
(2008).
Summary: This work establishes how to synthesize GaN nanowires on Si by molecular beam
epitaxy, evidencing the major roles played by adatoms diffusion lengths and the actual Ga/N
ratio on the growing surface.
Metrics: In 2008, Journal Applied Physics scored in the first quartile of the category “Physics
and Astronomy (miscellaneous)” with an impact factor of 2,201. Google Scholar citations
(WOS): 142 (91).


2. “Spontaneous nucleation and growth of GaN nanowires: the fundamental role of
crystal polarity” by S. Fernández-Garrido et al., Nano Letters 12, 6119 (2012).
Summary: This article demonstrates that spontaneously formed GaN nanowires are N-polar.
Due to the strong impact of the polarity on the properties of GaN-based devices, this finding
was not only essential to understand the spontaneous formation of GaN nanowires, but also
of high technological relevance.
Metrics: In 2012, Nano Letters scored in the first quartile of the category “Physics, Applied”
with an impact factor of 13,025. Google Scholar citations (WOS): 130 (96).


3. “Self-regulated radius of spontaneously formed GaN nanowires in molecular beam
epitaxy” by S. Fernández-Garrido et al., Nano Letters 13, 3274 (2013).
Summary: This article presents an experientially verified theoretical model that explains two
well-known but until then not understood experimental facts: the necessity of N-rich conditions
for the spontaneous formation of GaN nanowires and the increase in nanowire radius with
increasing Ga/N flux ratio.
Metrics: In 2013, Nano Letters scored in the first quartile of the category “Physics, Applied”
with an impact factor of 12,94. Google Scholar citations (WOS): 114 (91).


4. “Monitoring the formation of nanowires by line-of-sight quadrupole mass
spectrometry: a comprehensive description of the temporal evolution of GaN nanowire
ensembles” by S. Fernández-Garrido et al., Nano Letters 15, 1930 (2015).
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Summary: In this article, by using line-of-sight quadrupole mass spectrometry, it is determined
and modelled the dependence on the growth parameters of the incubation time preceding the
formation of GaN nanowires in molecular beam epitaxy.
Metrics: In 2015, Nano Letters scored in the first quartile of the category “Physics, Applied”
with an impact factor of 13,779. Google Scholar citations (WOS): 56 (43).


5. “Molecular Beam Epitaxy of GaN Nanowires on Epitaxial Graphene” by S. Fernández-
Garrido, et al. Nano Letters 17, 5213 (2017).
Summary: This article shows, for the first time, the formation of single crystalline GaN
nanowires on epitaxial graphene structures created on SiC substrates employing the surface
graphitization method in an inductively heated furnace. The study demonstrates that nanowires
nucleate preferentially at step edges, are vertical, well aligned, epitaxial, and of comparable
structural quality as similar structures fabricated on conventional substrates.
Metrics: In 2017, Nano Letters scored in the first quartile of the category “Physics, Applied”
with an impact factor of 12,08. Google Scholar citations (WOS): 61 (51).
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Sergio Fernández Garrido


Surname(s): Fernández Garrido
Name: Sergio
DNI: 02649224S
ORCID: 0000-0002-1246-6073
Date of birth: 20/03/1979
Gender: Male
Nationality: Spain
Country of birth: Spain
Aut. region/reg. of birth: Community of Madrid
City of birth: Madrid
Contact address: Calle Chantada 42, Bloque B, Piso 11, Puerta E
Postcode: 28035
Contact country: Spain
Contact city: Madrid
Land line phone: (34) 9106 72599 - 72599
Email: sergio.fernandezga@upm.es
Mobile phone: (0034) 653472475


Current professional situation


Employing entity: Universidad Politécnica de
Madrid


Type of entity: University


Department: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) y ETSI Caminos,
Canales y Puertos
Professional category: Ramón y Cajal Researcher
City employing entity: Madrid, Spain
Phone: (34) 91 067 - 2599 Email: sergio.fernandezga@upm.es
Start date: 01/07/2022
Type of contract: Grant-assisted student (pre or
post-doctoral, others)


Dedication regime: Full time


Primary (UNESCO code): 220300 - Electronícs; 220914 - Optical properties of solids; 220921
- Spectroscopy; 221103 - Crystal Growth; 221113 - Interaction of radiation with solids; 221114 -
Interfaces; 221116 - Luminescente; 221117 - Magnetic properties; 221124 - Optical properties; 221125
- Semiconductors; 221126 - Solid state devices; 221128 - Surfaces; 221191 - Solid state Physics.
Spectroscopy of solid
Performed tasks: Research on III-V compound semiconductors for optoelectronic applications and
university teaching.


Previous positions and activities


Employing entity Professional category Start date
1 Universidad Autónoma de Madrid Ramón y Cajal Researcher 01/03/2018
2 Paul-Drude-Institut für


Festkörperelektronik
Permanent Senior Scientist 01/05/2013
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Employing entity Professional category Start date
3 Paul-Drude-Institut für


Festkörperelektronik
PostDoc 15/04/2010


4 Instituto de Sistemas Optoelectronicos y
Microtecnología, Universidad Politécnica
de Madrid


PostDoc 19/07/2009


5 Instituto de Sitemas Optoelectrónicos y
Microtecnología, Universidad Politécnica
de Madrid


PhD student 01/10/2003


1 Employing entity: Universidad Autónoma de
Madrid


Type of entity: University


Department: Física Aplicada, Facultad de Ciencias
City employing entity: Madrid,
Professional category: Ramón y Cajal Researcher
Start-End date: 01/03/2018 - 30/06/2022 Duration: 4 years - 3 months


2 Employing entity: Paul-Drude-Institut für
Festkörperelektronik


Type of entity: Public Research Body


Department: Epitaxy
City employing entity: Berlin, Germany
Professional category: Permanent Senior Scientist
Start-End date: 01/05/2013 - 31/03/2018 Duration: 4 years - 10 months
Type of contract: Permanent employment contract
Dedication regime: Full time
Performed tasks: Permanent Senior Scientist in charge of the activities related to the synthesis
of GaN nanowires by molecular beam epitaxy for solid-state lighting and quantum communication
technologies - Management of R&D project - Writing of project proposals - Supervison and trainning
of Master as well as PhD students, PostDoc fellows, visiting scientists, and technical personnel. -
Resposible of two molecular beam epitaxy systems devoted to the fabrication of group-III nitrides -
In charge of several national and international collaborations - Own research activities in the field of
group-III nitrides for the fabrication of optoelectronic devices


3 Employing entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Department: Epitaxy
City employing entity: Berlin, Germany
Professional category: PostDoc
Start-End date: 15/04/2010 - 30/04/2013 Duration: 3 years - 15 days
Type of contract: Temporary employment contract
Dedication regime: Full time
Performed tasks: - Growth and characterization of Fe/GaN heterostructures (Fe/GaN Schottky
contacts and spin-LEDs) by plasma-assisted molecular beam epitaxy for spintronics - Doping studies
in GaN layers grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy - Plasma-assisted molecular
beam epitaxy and characterization of GaN nanowires - Growth and characterization of Ga- and
N-polar (In,Ga)N quantum wells for the fabrication of green light-emitting diodes and laser diodes -
Coordination of a national project - Supervision and training of a PhD student
Field of management activity: Public Research Body


4 Employing entity: Instituto de Sistemas Optoelectronicos y Microtecnología, Universidad Politécnica
de Madrid
City employing entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Professional category: PostDoc
Start-End date: 19/07/2009 - 31/03/2010 Duration: 8 months - 12 days
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Type of contract: Temporary employment contract
Dedication regime: Full time
Performed tasks: - Self-induced and selective area growth of GaN nanowires by plasma-assisted
molecular beam epitaxy - Fabrication of patterned substrates by electron beam litography and
reactive ion etching for the selective area growth of GaN nanowires - Characterization of GaN
nanowires by scanning electron microscopy and photoluminescence - Trainning of a PhD student -
Maintenance of 2 molecular beam epitaxy systems


5 Employing entity: Instituto de Sitemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad Politécnica
de Madrid
City employing entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Professional category: PhD student
Start-End date: 01/10/2003 - 17/07/2009 Duration: 5 years - 9 months - 17


days
Type of contract: Grant-assisted student (pre or post-doctoral, others)
Performed tasks: - Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy and characterization of group-III
nitride compund semiconductors for the fabrication of visible and UV light-emitting diodes - Teaching
at Universidad Politécnica de Madrid - Training of a Master and a PhD student - Maintenance of 2
molecular beam epitaxy systems
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Education


University education


1st and 2nd cycle studies and pre-Bologna degrees


University degree: Higher degree
Name of qualification: Licenciado en Ciencias Físicas
City degree awarding entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Degree awarding entity: Universidad Autónoma de
Madrid


Type of entity: University


Date of qualification: 24/07/2003
Average mark: Excellent


Doctorates


Doctorate programme: Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid
Degree awarding entity: Universidad Politécnica de
Madrid


Type of entity: University


City degree awarding entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Date of degree: 20/07/2009
DEA awarding entity: Universidad Politécnica de Madrid
Date DEA was awarded: 2005
European doctorate: Yes Date of certificate: 17/07/2009
Thesis title: Crecimiento de nitruros del grupo III por epitaxia de haces moleculares para la fabricación de
diodos electroluminiscentes en el rango visible-ultravioleta
Thesis director: E. Calleja
Obtained qualification: Sobresaliente Cum Laude
Recognition of quality: Yes


Language skills


Language Listening skills Reading skills Spoken interaction Speaking skills Writing skills
German B1 B1 B1 B1 B1
English C1 C1 C1 C1 C1
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Teaching experience


General teaching experience


1 Name of the course: Electricidad y Magnetismo
Type of teaching: Laboratory work
Type of subject: Obligatory
University degree: Grado en Ingeniería de Materiales
Frequency of the activity: 1
Start date: 01/09/2022 End date: 2023
Type of hours/ ECTS credits: Credits
Hours/ECTS credits: 20
Entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
Faculty, institute or centre: ETSI Caminos, Canales y Puertos
Department: Ciencia de Materiales
City of entity: Madrid,


2 Type of teaching: Official teaching
Name of the course: Electrónica
Professional category: Investigador Ramón y Cajal
Type of programme: Bachelor’s degree Type of teaching: Laboratory work
University degree: Grado en Física
Course given: Electrónica Frequency of the activity: 2
Start date: 2020 End date: 2022
Type of hours/ ECTS credits: Hours
Hours/ECTS credits: 30
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Faculty, institute or centre: Facultad de Ciencias


3 Type of teaching: Official teaching
Name of the course: Circuitos electrónicos
Professional category: Investigador Ramón y Cajal
Type of programme: Engineering Type of teaching: Laboratory work
University degree: Grado en Ingeniería Informática
Course given: Circuitos electrónicos Frequency of the activity: 8
Start date: 2018 End date: 2022
Type of hours/ ECTS credits: Hours
Hours/ECTS credits: 20
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Faculty, institute or centre: Escuela Técnica Superior


4 Type of teaching: Official teaching
Name of the course: Nanodispositivos
Professional category: Investigador Ramón y Cajal
Type of programme: Master’s degree Type of teaching: In person theory
University degree: Máster en Materiales Avanzados, Nanotecnología y Fotónica
Course given: Nanodispositivos Frequency of the activity: 4
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Start date: 2018 End date: 2022
Type of hours/ ECTS credits: Hours
Hours/ECTS credits: 10
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Faculty, institute or centre: Facultad de Ciencias


5 Type of teaching: Official teaching
Name of the course: Técnicas experimentales III
Professional category: Investigador Ramón y Cajal
Type of programme: Bachelor’s degree Type of teaching: Laboratory work
University degree: Grado en Física
Course given: Técnicas experimentales III Frequency of the activity: 2
Start date: 2018 End date: 2020
Type of hours/ ECTS credits: Hours
Hours/ECTS credits: 30
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Faculty, institute or centre: Facultad de Ciencias


6 Type of teaching: Official teaching
Name of the course: Física del estado sólido: Fundamentos mecanocuánticos
Professional category: Becario oficial del programa de formación del personal universitario (FPU)
Type of programme: Engineering Type of teaching: In person theory
University degree: Graduado o Graduada en Ingeniería de Materiales
Course given: Física del estado sólido: Fundamentos mecanocuánticos
Start date: 01/02/2007 End date: 01/07/2007
Type of hours/ ECTS credits: Hours
Hours/ECTS credits: 30
Entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
Faculty, institute or centre: E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos


7 Type of teaching: Official teaching
Name of the course: Seminario de física del estado sólido
Professional category: Becario oficial del programa de formación del personal universitario (FPU)
Type of programme: Engineering Type of teaching: Practical work (classroom-problems)
University degree: Graduado o Graduada en Ingeniería de Materiales
Course given: Seminario de física del estado sólido
Start date: 01/02/2007 End date: 01/07/2007
Type of hours/ ECTS credits: Hours
Hours/ECTS credits: 30
Entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
Faculty, institute or centre: E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos
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Experience supervising doctoral thesis and/or final year projects


1 Project title: Simulación y análisis de superredes cuánticas de aleaciones de Ga(As,P,N) y Ga(In,P,N) para la
integración monolítica de células fotovoltaicas III-V sobre sustratos de Si)
Type of project: Master Thesis (Trabajo fin de máster))
Co-director of thesis: Basilio Javier García Carretero
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Student: José Carlos Picón Martínez
Date of reading: 2021


2 Project title: Caracterización in situ de semiconductores mediante difracción de electrones reflejados de alta
energía
Type of project: Bachelor thesis (Trabajo fin de grado)
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Student: Alba Ordóñez Rodriguez
Date of reading: 2020


3 Project title: Modelling of dilute nitride superlattices for third generation solar cells on silicon substrates
Type of project: Master Thesis (Trabajo fin de máster))
Co-director of thesis: Alejandro F. Braña de Cal
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Student: Carlos Macías Díaz
Date of reading: 2020


4 Project title: Self-assembled colloidal crystals of polystyrene nanospheres on silicon
Type of project: Master Thesis (Trabajo fin de máster))
Co-director of thesis: Andrés Redondo Cubero
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Student: Mikel Gómez Ruiz
Date of reading: 2020


5 Project title: Epitaxia y caracterización de nanohilos semiconductores para aplicaciones en energía solar
fotovoltaica y comunicaciones cuánticas
Type of project: Bachelor thesis (trabajo fin de grado))
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Student: Beatriz Herrero Badorrey
Date of reading: 2019


6 Project title: Caracterización morfológica, estructural y óptica de nanohilos de ZnO sintetizados mediante
transporte químico en fase vapor
Type of project: Master Thesis (Trabajo fin de máster))
Co-director of thesis: Andrés Redondo Cubero
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Student: Carlos Pisador Cañibano
Date of reading: 2019


7 Project title: Gallium arsenide nanowires grown by chemical beam epitaxy
Type of project: Master Thesis (Trabajo fin de máster))
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
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Student: Víctor Manuel Orejuela Sánchez
Date of reading: 2019


8 Project title: Nucleation of GaN Nanowires in Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy
Type of project: Master Thesis
Co-director of thesis: Henning Riechert
Entity: Humbolt Universität - Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City of entity: Berlin, Germany
Student: Kilian Wimmer
Obtained qualification: Very Good (1,3 in German scale)
Date of reading: 16/12/2016


9 Project title: Growth of GaN nanowire ensembles in molecular beam epitaxy: overcoming the limitations of their
spontaneous formation
Type of project: Doctoral thesis
Co-director of thesis: Henning Riechert (Official supervisor)
Entity: Hümbolt Universität - Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City of entity: Berlin, Germany
Student: Johannes K. Zettler
Date of reading: 30/04/2015


Other activities/achievements not included above


1 Description of the activity: Representante del personal docente e investigador no permanente en la comisión
docente del Departamento de Física Aplicada
Organising entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
End date: 2022


2 Description of the activity: Accreditation as Profesor Contratado Doctor
Organising entity: Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación


Type of entity: Public


End date: 18/06/2021


3 Description of the activity: Accreditation as Profesor de Universidad Privada
Organising entity: Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación


Type of entity: Public


End date: 18/06/2021


4 Description of the activity: Curso de Formación Docente. Aprendizaje basado en proyectos: Instrucciones
concretas para empezar ya (0.5 Créditos)
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
End date: 2019


5 Description of the activity: Curso de Formación Docente. La proyección de la voz: uso y cuidado de la voz en el
aula (1 Crédito)
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
End date: 2019







80af58d9c1f4e69b2c563206435d620c


14


6 Description of the activity: Jury member of PhD thesis of Alicia Gonzalo Martín
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
End date: 2019


7 Description of the activity: Jury member of PhD thesis of Enrique Navarro Ramirez
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad Autónoma de Madrid
End date: 2019


8 Description of the activity: Curso de Formación Docente. Presentaciones de éxito: exposición eficaz en el aula
(1 Créditos)
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
End date: 2018


9 Description of the activity: External evaluator of PhD thesis (PhD student: Antonio David Utrilla Lomas
Organising entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
End date: 2017


10 Description of the activity: Invited lecture at Ganex Winter School. Nanowires: Growth and optical properties (1.5
hours)
City of activity: Autrans, France
Organising entity: French consortium Ganex - CNRS
End date: 2017


11 Description of the activity: Jury member of PhD thesis of Arántzazu Nuñez Cascarejo
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad de Alcalá de Henares
End date: 2017


12 Description of the activity: Reserve jury member of PhD thesis of P D. Soto Rodríguez
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
End date: 2016


13 Description of the activity: External evaluator of PhD thesis (PhD student: Z. Gacevic)
Organising entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
End date: 2012


14 Description of the activity: Reserve jury member of PhD thesis of A. Bengoechea Encabo
City of activity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Organising entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
End date: 2012


15 Description of the activity: Accreditation as Profesor Ayudante Doctor
Organising entity: Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación


Type of entity: Public


End date: 09/02/2011
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Scientific and technological experience


Scientific or technological activities


R&D projects funded through competitive calls of public or private entities


1 Name of the project: European Network for Innovative and Advanced Epitaxy (CA20116)
Geographical area: European Union
Degree of contribution: Secondary Proposer and Management Commitee Member
Entity where project took place: Universidad
Politécnica de Madrid


Type of entity: University


Funding entity or bodies:
The European Comission


Type of participation: Co-ordinator
Name of the programme: COST Action financed by European Commission in Science and Technology
Code according to the funding entity: CA20116
Start-End date: 27/09/2021 - 26/09/2025
Total amount: 500.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant form part of this COST action as Secondary Proposer, member
of the managment committe where he represents Spain together with Dra. Sara Barja from Universidad del
País Vasco, and leader of the short-term scientific mission program.


2 Name of the project: Ingeniería cuántica para la integración de células solares III-V sobre silicio
(PID2020-114280RB-I00)
Type of project: Research and development, including transfer
Entity where project took place: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Name principal investigator (PI, Co-PI....): Sergio Fernández Garrido; Basilio Javier García Carretero
Nº of researchers: 5
Funding entity or bodies:
Ministerio de Ciencia e Innovación Type of entity: Public


Name of the programme: Proyectos I+D+i y Retos Investigación
Code according to the funding entity: PID2020-114280RB-I00
Start-End date: 01/09/2021 - 31/08/2025 Duration: 4 years
Total amount: 166.980 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: Participation as principal investigator.


3 Name of the project: Proyecto coordinado de Comunicaciones Cuánticas: Comunidad de Madrid
(C220920B050)
Type of project: Research and development, including transfer
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Zarko Gacevic
Funding entity or bodies:
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Comunidad Autónoma de Madrid


Code according to the funding entity: C220920B050
Start-End date: 19/11/2022 - 31/03/2025 Duration: 2 years - 4 months
Total amount: 1.811.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: Participation as researcher.


4 Name of the project: Subvención para la contratación de Ayudante de Investigación
Entity where project took place: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Funding entity or bodies:
Comunidad de Madrid Type of entity: Body, others


Name of the programme: Plan de Empleo Juvenil de la Comunidad de Madrid
Code according to the funding entity: PEJ-2021-AI/IND-22690
Start-End date: 01/09/2022 - 31/08/2024 Duration: 2 years
Total amount: 45.000 €
Applicant's contribution: The applicant was the principal investigator who obtained this contract that was
left at UAM upon transfering his Ramón y Cajal grant to UPM in 2022.


5 Name of the project: Los puntos cuánticos semiconductores III-V como emisores de fotones individuales
para comunicaciones cuánticas (FOTONGUN, M190020074ZG)
Type of project: Research and development, including transfer
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Zarko Gacevic
Funding entity or bodies:
Comunidad Autónoma de Madrid


Code according to the funding entity: M190020074ZG
Start-End date: 01/07/2022 - 30/06/2024 Duration: 2 years
Total amount: 40.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: Participation as researcher.


6 Name of the project: Subvención para la contratación de Ayudante de Investigación
Entity where project took place: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Funding entity or bodies:
Comunidad de Madrid Type of entity: Body, others


Name of the programme: Plan de Empleo Juvenil de la Comunidad de Madrid
Code according to the funding entity: PEJ-2020-AI/IND-18419
Start-End date: 01/04/2021 - 31/03/2023 Duration: 2 years
Total amount: 45.000 €
Applicant's contribution: The applicant is the principal investigator responsible for the research assistant
contracted under this grant


7 Name of the project: Integración de semiconductores III-V sobre Si para aplicaciones electrónicas y
fotovoltaicas
Entity where project took place: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Funding entity or bodies:
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MINECO


Start-End date: 01/01/2016 - 31/12/2020
Total amount: 205.700 €
Applicant's contribution: Participation as researcher.


8 Name of the project: Charge and Energy Transfer at Hybrid Inorganic/Organic Semiconductor Interfaces
Type of project: Research and development,
including transfer


Geographical area: National


Entity where project took place: Paul-Drude-Institüt
für Festkörperelektronik


Type of entity: Public Research Body


City of entity: Berlin, Germany
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Sergio Fernández Garrido
Nº of researchers: 5 Nª people/year: 5
Type of participation: Principal investigator
Name of the programme: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Start-End date: 25/11/2015 - 24/11/2018 Duration: 3 years
Total amount: 435.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant was the principal investigator. Within the framework of this project,
the applicant organized and supervised the activities of the Postdoc Thomas Auzelle, and the technician
Katrin Morgenroth, both hired with charge to this project.


9 Name of the project: Direct Growth of Single-Crystalline Semiconductors on Poly-Crystalline Metallic Films
and Foils
Type of project: Basic research (including archaeological digs, etc)
Degree of contribution: Scientific coordinator
Entity where project took place: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City of entity: Berlin, Germany
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Lutz Geelhaar; Oliver Brandt
Nº of researchers: 6 Nª people/year: 6
Funding entity or bodies:
Leibniz-Gemeinschaft


Type of participation: Co-ordinator
Name of the programme: Leibniz Competition
Start-End date: 01/05/2013 - 01/04/2017 Duration: 3 years
Total amount: 1.047.096 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant was the coordinator of this project. The activities of the Postdoc
Gabriele Calabrese and the technician Carsten Stemmler, both hired with charge to this project, were
organized and supervised by the applicant.


10 Name of the project: Inorganic/organic core/shell GaN-based nanowire light-emitting diodes based on
Förster resonant energy transfer
Geographical area: National
Degree of contribution: Scientific coordinator
Entity where project took place: Paul-Drude-Institut
für Festkörperelektronik


Type of entity: University Research Institute


City of entity: Berlin, Germany
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Henning Riechert; Holger T. Grahn
Nº of researchers: 4
Funding entity or bodies:
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The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in the framework of collaborative research center 951


Type of participation: Co-ordinator
Name of the programme: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) within the Collaborative Research
Centre 951
Code according to the funding entity: Collaborative Research Centre 951 - CRC 951
Start-End date: 01/07/2011 - 30/06/2015 Duration: 4 years
Total amount: 294.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant was the coordinator of this project. The activities of the PhD
student J. K. Zettler, hired with charge to this project, were organized and supervised by the applicant.


11 Name of the project: Nanodispositivos eficientes de luz clásica y cuántica (Q&CLIGHT: P2009/ESP-1503)
Type of project: Research and development, including transfer
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Enrique Calleja Pardo
Nº of researchers: 9
Funding entity or bodies:
Comunidad Autónoma de Madrid


Start-End date: 2010 - 2013
Total amount: 1.061.290,02 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as Postdoctoral researcher


12 Name of the project: Surface engineered InGaN heterostructures on N-polar and nonpolar GaN-substrates
for green light emitters (SINOPLE, FP7-PEOPLE )
Geographical area: European Union
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City of entity: Berlin, Germany
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Raffaella Calarco; H. Riechert
Funding entity or bodies:
The European Commission


Start-End date: 2010 - 2013 Duration: 4 years
Total amount: 1.026.191 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as Postdoctoral researcher.


13 Name of the project: Smart nanostructured semiconductors for energy saving light solutions (SMASH:
228999, FPT-NMP-2008-LARGE 2)
Geographical area: European Union
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Name principal investigator (PI, Co-PI....): E. Calleja
Nº of researchers: 10
Funding entity or bodies:
European Commission


Start-End date: 2009 - 2012 Duration: 3 years
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Total amount: 8.299.360 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as Postdoctoral Researcher.


14 Name of the project: Desarrollo de Micro y Nanocavidades incluyendo regiones activas de Puntos
Cuánticos de Nitruros-III: Aplicaciones a emisores de luz en azul y UV (QUADONIC)
Geographical area: National
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Enrique Calleja Pardo
Nº of researchers: 12
Funding entity or bodies:
Ministerio de Ciencia e Innovación Type of entity: Public


Start-End date: 2009 - 2011 Duration: 2 years
Total amount: 121.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as PhD student


15 Name of the project: Quantum optical information technology (QOIT-Consolider ingenio 2010:
CSD2006-00019)
Geographical area: National
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Enrique Calleja Pardo
Nº of researchers: 3
Funding entity or bodies:
Ministerio de Ciencia y Ciencia


Start-End date: 2006 - 2011 Duration: 5 years
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as PhD student


16 Name of the project: Nanoestructuras de semiconductores como Componentes para la Información
Cuántica (NANOCOMIC:S-0505/ESP-0200))
Geographical area: National
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectronicos y Microtecnología
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Enrique Calleja Pardo
Nº of researchers: 11
Funding entity or bodies:
Comunidad Autónoma de Madrid


Start-End date: 2006 - 2009 Duration: 3 years
Total amount: 121.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as PhD student.
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17 Name of the project: Nanoestructuras de semiconductores como componentes para la información
cuántica (NAN2004-09109-C04-02/)
Geographical area: National
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Enrique Calleja Pardo
Nº of researchers: 12
Funding entity or bodies:
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA


Start-End date: 31/12/2005 - 31/12/2008 Duration: 3 years
Total amount: 264.500 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as PhD student.


18 Name of the project: Fabricación de substratos nanoestructurados de SiO2 para crecimiento epitaxial de
emisores eficientes de Luz Blanca con Nitruros del Grupo-III (FIT-330100-2006-139)
Geographical area: National
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Enrique Calleja Pardo
Nº of researchers: 3
Funding entity or bodies:
Ministerio de Industria Turismo y Comercio Type of entity: Public


Start-End date: 2006 - 2008 Duration: 1 year
Total amount: 221.230,35 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participate as PhD student.


19 Name of the project: Desarrollo de Dispositivos Emisores y Detectores en el rango Ultravioleta para
Aplicaciones en Comunicaciones, Generación de Luz Blanca, Detección de Contaminación y Bio-Fotónica
(MAT2004-02875 Y MAT2004-02875_ADICIONAL)
Geographical area: National
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
City of entity: Madrid, Spain
Nº of researchers: 12
Funding entity or bodies:
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA


Start-End date: 13/12/2004 - 13/12/2007 Duration: 3 years
Total amount: 240.000 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as PhD student
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20 Name of the project: Desarrollo de nanoestructuras semiconductoras basadas en nitruros-III para la
fabricación de dispositivos multifuncionales
Geographical area: National
Degree of contribution: Researcher
Entity where project took place: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad
Politécnica de Madrid
City of entity: Madrid, Spain
Name principal investigator (PI, Co-PI....): Enrique Calleja Pardo
Nº of researchers: 8
Funding entity or bodies:
Comunidad Autónoma de Madrid


Start-End date: 2004 - 2006 Duration: 2 years
Total amount: 146.425 €
Dedication regime: Part time
Applicant's contribution: The applicant participated as PhD student


R&D non-competitive contracts, agreements or projects with public or private entities


1 Name of the project: Ayuda para la realización de trabajo fin de máster
Entity where project took place: Universidad Autónoma de Madrid
Entity where project took place: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Name principal investigator (PI, Co-PI....): Sergio Fernández Garrido
Funding entity or bodies:
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid


Name of the programme: Ayudas para trabajos fin de máster de la Facultad de Ciencias de la UAM
Start date: 2020
Total amount: 1.200 €


2 Name of the project: Ayuda para la realización de trabajo fin de máster
Entity where project took place: Universidad Autónoma de Madrid
Entity where project took place: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Name principal investigator (PI, Co-PI....): Sergio Fernández Garrido
Funding entity or bodies:
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid


Name of the programme: Ayudas para trabajos fin de máster de la Facultad de Ciencias de la UAM
Start date: 2019
Total amount: 1.180 €


3 Name of the project: Ayuda para la realización de trabajo fin de máster
Entity where project took place: Universidad Autónoma de Madrid
Entity where project took place: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Name principal investigator (PI, Co-PI....): Sergio Fernández Garrido
Funding entity or bodies:
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid


Name of the programme: Ayudas para trabajos fin de máster de la Facultad de Ciencias de la UAM
Start date: 2018
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Total amount: 1.200 €


Results


Industrial and intellectual property


1 Title registered industrial property: Semiconductor device with at least one functional element containing
multiple active regions, and method of manufacturing thereof
Type of industrial property: Patent of invention
Inventors/authors/obtainers: David van Treeck; Sergio Fernández-Garrido; Ryan Lewis
Entity holder of rights: FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V.
Nº of application: 19705372.1
Country of inscription: Germany
Date of register: 22/02/2019
Conferral date: 29/09/2021
Nº of patent: EP3756227 B1
EU patent: Yes
PCT patent: Yes


2 Title registered industrial property: Quantum dot-based light source, in particular for single-photon
emission and a method for its production
Type of industrial property: Patent of invention
Inventors/authors/obtainers: O. Brandt; S. Fernández-Garrido; L. Geelhaar; O. Marquardt; J. K. Zettler
Entity holder of rights: FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V.
Nº of application: 16774857.3
Country of inscription: Germany
Date of register: 28/09/2016
Conferral date: 29/08/2018
Nº of patent: EP3365922 B1
EU patent: Yes
PCT patent: Yes
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Scientific and technological activities


Scientific production


1 H index: 28
Date of application: 28/12/2021
Fuente de Indice H: WOS


2 H index: 32
Date of application: 22/12/2022
Fuente de Indice H: GOOGLE SCHOLAR


Publications, scientific and technical documents


1 Roman Volkov; Nikolai I. Borgardt; Oleg V. Knovalov; Sergio Fernández-Garrido; Oliver Brandt; Vladimir
M. Kaganer. Cross-sectional shape evolution of GaN nanowires during molecular beam epitaxy growth
on Si(111. Nanoscale Advances. 4, pp. 562. Royal Society of Chemistry, 2022. Available on-line at:
<https://doi.org/10.1039/D1NA00773D>.
Type of production: Scientific paper Format: Journal
Corresponding author: No


2 T. Auzelle; C. Sinito; J. Lähnemann; G. Gao; T. Flissikowski; A. Trampert; S. Fernández-Garrido; O. Brandt.
Interface Recombination in Ga-and N-Polar GaN/(Al,Ga)N Quantum Wells Grown by Molecular Beam
Epitaxy. Physical Review Applied. 17, pp. 044030. Applied Physics Society, 2022. Available on-line at:
<https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.17.044030>.
Type of production: Scientific paper Format: Journal
Corresponding author: No


3 K. K Ben Saddik; P. Álamo; R. Volkov; N. I. Borgardt; T. Flissikowski; O. Brandt; B. J. García; S.
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47 Title of the work: Self-assembled growth of GaN nanowires on amorphous AlxOy and nitridated Si:
comparison of nucleation and growth processes
Name of the conference: 18th International Conference on Crystyal Growth and Epitaxy
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Nagoya, Japan
Date of event: 2016
M. Sobanska; S. Fernández-Garrido; Z. R. Zytkiewicz; G. Tchutchulashvili; S. Gieraltowska; K. Klosek; O.
Brandt; L. Geelhaar.


48 Title of the work: Two-, one-, and zero-dimensional excitons in crystal-phase quantum structures in III-V
semiconductor nanowires
Name of the conference: Material Research Society Fall Meeting
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Boston, United States of America
Date of event: 2016
P. Corfdir; O. Marquardt; C. Hauswald; T. Flissikowski; J. K. Zettler; S. Fernández-Garrido; R. B. Lewis; H.
Küpers; J. Grandal; A. Trampert; L. Geelhaar; H. T. Grahn; O. Brandt.


49 Title of the work: Coalescence of self-induced GaN nanowires
Name of the conference: Nanowires Workshop
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Barcelona, Spain
Date of event: 2015
V. Kaganer; S. Fernández-Garrido; P. Dogan; K. Sabelfeld; O. Brandt.


50 Title of the work: Compatibility of the selective area growth of GaN nanowires on Si substrates with the
operation of light emitting diodes
Name of the conference: Compound Semiconductor Week
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Santa Barbara, United States of America
Date of event: 2015
M. Musolino; A. Tahraoui; S. Fernández-Garrido; O. Brandt; A. Trampert; L. Geelhaar; H.-J. Zhong; G.-Z.
Xu; H. Riechert.
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51 Title of the work: Crystal-phase quantum disks and quantum dots in GaN nanowires
Name of the conference: International Workshop on nitride semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
Date of event: 2015
P. Corfdir; C. Hauswald; J. K. Zettler; O. Marquardt; T. Flissikowski; S. Fernández-Garrido; L. Geelhaar; H.
T. Grahn; O. Brandt.


52 Title of the work: From three- to one-dimensional excitons in spontaneously formed GaN nanowires
Name of the conference: International Workshop on nitride semiconductors
Type of participation: 'Participatory - poster
Date of event: 2015
P. Corfdir; J. K. Zettler; C. Hauswald; T. Flissikowski; S. Fernández-Garrido; L. Geelhaar; H. T. Grahn; O.
Brandt.


53 Title of the work: Monitoring the growth and decomposition of GaN nanowires by quadrupole mass
spectrometry and optical reflectance
Name of the conference: German MBE-Workshop
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Paderborn, Germany
Date of event: 2015
S. Fernández-Garrido; J. K. Zettler; A. Laha; E. Luna; U. Jahn; P. Corfdir; A. Trampert; L. Geelhaar; O.
Brandt.


54 Title of the work: Polarity assessment of polar and semipolar GaN by X-ray photoelectron diffraction
Name of the conference: 31st European Conference on Surface Science
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Barcelona, Spain
Date of event: 2015
O. Romanyuk; S. Fernández-Garrido; P. Ji?í?ek; I. Bartoš; L. Geelhaar; O. Brandt; T. Paskova.


55 Title of the work: Polarity-induced selective area growth of GaN nanowires
Name of the conference: The 6th International Symposium on Growth of III-Nitrides
Type of participation: Participatory - others
City of event: Hamamatsu, Japan
Date of event: 2015
Z. de Souza Schiaber; P. Corfdir; C. Pfüller; B. Jenichen; A. Trampert; J. H. Dias da Silva; L. Geelhaar; O.
Brandt; S. Fernández-Garrido.


56 Title of the work: Spontaneous formation of GaN nanowires in molecular beam epitaxy: substrates and
growth conditions
Name of the conference: 5th International Workshop on Epitaxial Growth and Fundamental Properties of
Semiconductor Nanostructures (SemiconNano)
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Hsinchu, Taiwan
Date of event: 2015
S. Fernández-Garrido; J. K. Zettler; P. Corfdir; C. Hauswald; E. Luna; U. Jahn; A. Trampert; M. Wölz; D. van
Treeck; L. Geelhaar; O. Brandt.


57 Title of the work: Tailoring the dimensionality of excitons in spontaneously formed GaN nanowires
Name of the conference: Nanowires Workshop
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Barcelona, Spain
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Date of event: 2015
P. Corfdir; J. K. Zettler; C. Hauswald; S. Fernández-Garrido; E. Luna; A. Trampert; U. Jahn; T. Flissikowski;
H. T. Grahn; L. Geelhaar; O. Brandt.


58 Title of the work: Understanding the spontaneous formation and dissociation of GaN nanowires: Toward
quantum wires with the materials quality of bulk GaN
Name of the conference: The 6th International Symposium on Growth of III-Nitrides
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Hamamatsu, Japan
Date of event: 2015
S. Fernández-Garrido; J. K. Zettler; P. Corfdir; C. Hauswald; E. Luna; U. Jahn; T. Flissikowski; H. T. Grahn;
A. Trampert; L. Geelhaar; O. Brandt.


59 Title of the work: Epitaxial growth and characterization of 3D GaN micro-crystals on (001) patterned Si
substrate by plasma-assisted MBE
Name of the conference: Material Research Society Fall Meeting
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: San Francisco, United States of America
Date of event: 2014
F. Isa; C. Chèze; M. Siekacz; C. Hauswald; J. Lähnemann; S. Fernández-Garrido; M. Ramsteiner; O.
Brandt; G. Isella; H. von Känel; R. Calarco; H. Riechert; L. Miglio.


60 Title of the work: Exploring the growth limits of GaN nanowires: growth at high temperature using
metal-rich conditions
Name of the conference: 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Flagstaff, Arizona, United States of America
Date of event: 2014
J. K. Zettler; C. Hauswald; P. Corfdir; L. Brandt; L. Geelhaar; H. Riechert; S. Fernández-Garrido.


61 Title of the work: Growth and optical properties of spontaneously formed GaN nanowires
Name of the conference: International Workshop on Nitride Semiconductors
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Wroc?aw, Poland
Date of event: 2014
S. Fernández-Garrido; J. K. Zettler; C. Hauswald; P. Corfdir; M. Musolino; L. Geelhaar; O. Brandt.


62 Title of the work: Importance of the dielectric contrast for the polarization of the photoluminescence of GaN
nanowires
Name of the conference: International Workshop on Nitride Semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Wroc?aw, Poland
Date of event: 2014
P. Corfdir; C. Hauswald; J. K. Zettler; F. Felgenträger; S. Fernández-Garrido; M. Ramsteiner; L. Geelhaar;
O. Brandt.


63 Title of the work: Improved growth control of spontaneously formed GaN nanowires in molecular beam
epitaxy using a two-step growth process
Name of the conference: International Workshop on Nitride Semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Wroc?aw, Poland
Date of event: 2014
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P. Corfdir; O. Brandt; L. Geelhaar; H. Riechert; S. Fernández-Garrido.


64 Title of the work: Influence of substrate microstructure on self-induced nucleation of GaN nanowires by
plasma-assisted MBE observed in-situ by RHEED and quadrupole mass spectrometry
Name of the conference: WOCSDICE/EXMATEC
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Delphi, Greece
Date of event: 2014
M. Sobanska; S. Fernández-Garrido; L. Geelhaar; K. Klosek; A. Wierzbicka; G. Tchutchulashvili; S.
Gieraltowska; Z. R. Zytkiewicz.


65 Title of the work: Luminous efficiency of InxGa1-xN/GaN(000-1) quantum wells grown by molecular beam
epitaxy
Name of the conference: International Workshop on Nitride Semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Wroc?aw, Poland
Date of event: 2014
S. Fernández-Garrido; C. Hauswald; J. Lähneman; C. Chèze; M. Korytov; M. Albrecht; C. Skierbiszewski; O.
Brandt.


66 Title of the work: Nucleation and growth mechanisms of spontaneously formed GaN nanowires in
molecular beam epitaxy
Name of the conference: European Materials Research Society (E-MRS) Spring Meeting
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Lille, France
Date of event: 2014
S. Fernández-Garrido; V. Kaganer; X. Kong; K. K. Sabelfeld; J. K. Zettler; T. Gotschke; R. Calarco; J.
Grandal; E. Calleja; A. Trampert; L. Geelhaar; O. Brandt.


67 Title of the work: Polarity of GaN Surfaces and Nanowires from X-ray Photoelectron Diffraction
Name of the conference: Collaborative Conference on Crystal Growth
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Phuket, Thailand
Date of event: 2014
O. Romanyuk; P. Ji?í?ek; I. Bartoš; S. Fernández-Garrido; L. Geelhaar; O. Brandt; T. Paskova.


68 Title of the work: X-ray analysis of strain in GaN nanowires and (In,Ga)N/GaN nanowire heterostructures
Name of the conference: International Conference on Surface X-Ray and Neutron Scattering
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Hamburg, Germany
Date of event: 2014
V.M. Kaganer; M. Wölz; A. Yu. Belov; B. Jenichen; O. Brandt; S. Fernández-Garrido; P. Dogan; L. Geelhaar;
H. Riechert.


69 Title of the work: X-ray analysis of strain in GaN nanowires and (In,Ga)N/GaN nanowire heterostructures
Name of the conference: The 12th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Grenoble and Villard-de-Lans, France
Date of event: 2014
V.M. Kaganer; M. Wölz; A. Yu. Belov; B. Jenichen; O. Brandt; S. Fernández-Garrido; P. Dogan; L. Geelhaar;
H. Riechert.
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70 Title of the work: Fundamental Aspects of the Spontaneous Formation of GaN Nanowires in Molecular
Beam Epitaxy
Name of the conference: 7th Nanowire Growth Workshop
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Lausanne, Switzerland
Date of event: 2013
S. S. Fernández-Garrido; V.M. Kaganer; X. Kong; K.K. Sabelfeld; T. Gotschke; R. Calarco; E. Calleja; L.
Geelhaar; A. Trampert; O. Brandt.


71 Title of the work: A comprehensive diagram to grow (0001)InGaN alloys by PA-MBE
Name of the conference: International workshop on Nitride semiconductors 2012
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Sapporo, Japan
Date of event: 2012
Ž Gacevic; V. J. Gómez; N. García-Lepetit; P. E. D. Soto Rodríquez; A. Bengoechea; S. Fernández-Garrido;
R. Nötzel; E. Calleja.


72 Title of the work: Control of the axial and lateral growth of self-induced GaN nanowires by molecular beam
epitaxy
Name of the conference: International workshop on Nitride semiconductors 2012
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Sapporo, Japan
Date of event: 2012
S. Fernández-Garrido; T. Gotschke; E. Calleja; L. Geelhaar; O. Brandt.


73 Title of the work: EELS-HAADF combination for characterization of a new AlN/GaN DBRs growth method
Name of the conference: The 15th European Microscopy Congress
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Manchester, United Kingdom
Date of event: 2012
A. Eljarrat; L. López-Conesa; Ž. Gacevic; S. Fernández-Garrido; E. Calleja; C. Magén; S. Estradé; F. Peiró.


74 Title of the work: Electrical characterization of all-epitaxial Fe/GaN(0001) Schottky tunnel contacts
Name of the conference: 17th International Conference on molecular beam epitaxy
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Nara, Japan
Date of event: 2012
S. Fernández-Garrido; K. U. Ubben; J. Herfort; C. Gao; O. Brandt.


75 Title of the work: Hybrid MBE/MOVPE grown III-Nitride Microcavity
Name of the conference: International workshop on Nitride semiconductors 2012
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Sapporo, Japan
Date of event: 2012
Ž. Gacevic; G. Rossbach; M. Glauser; J. Levrat; G. Cosendy; M. D. Martin; S. Fernández-Garrido; N.
García-Lepetit; F. Reveret; J. -F. Carlin; R. Butte; L. Viña; N. Grandjean; E. Calleja.


76 Title of the work: Influence of substrate polarity on the synthesis of self-induced GaN nanowires by
molecular beam epitaxy
Name of the conference: 17th International Conference on molecular beam epitaxy
Type of participation: 'Participatory - poster
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City of event: Nara, Japan
Date of event: 2012
S. Fernández-Garrido; X. Kong; C. Hauswald; T. Gotschke; R. Calarco; L .Geelhaar; A. Trampert; O.
Brandt.


77 Title of the work: Properties of (In,Ga)N/GaN single quantum wells on defect-free micro-crystals obtained
by molecular beam epitaxial overgrowth of GaN nanowires on Si(111)
Name of the conference: Spie Photonics West
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: San Francisco, United States of America
Date of event: 2012
P. Dogan; S. Fernández-Garrido; O. Brandt; J. L. Lahnemann; R. Calarco; A. Trampert; L. Geelhaar; H.
Riechert.


78 Title of the work: Role of crystal polarity and substrate defects in the spontaneous formation of GaN
nanowires
Name of the conference: Nanowires 2012
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Berlin, Germany
Date of event: 2012
S. Fernández-Garrido; X. Kong; C. Hauswald; T. Gotschke; R. Calarco; L. Geelhaar; A. Trampert; O.
Brandt.


79 Title of the work: (V)EELS Characterization of InAlN/GaN Distributed Bragg Reflectors
Name of the conference: 17th International Conference on Microscopy of Semiconducting Materials
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Aveiro, Portugal
Date of event: 2011
A. Eljarrat; Ž. Gacevic; S. Fernández-Garrido; E. Calleja; C. Magén; S. Estradé; F. Peiró.


80 Title of the work: Structural properties of InAlN single layers nearly latticematched to GaN grown by plasma
assisted molecular beam epitaxy
Name of the conference: 16th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Grenoble, France
Date of event: 2011
Ž. Gacevic; S. Fernández-Garrido; E. Calleja; D. Hosseini; S. Estradé; F. Peiró.


81 Title of the work: GaN nanocolumns grown on Si(111) by plasma-assisted MBE: Correlation of structural
and optical properties with growth parameters
Name of the conference: The 3rd International Symposium on Growth of III-Nitrides
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Montpellier, France
Date of event: 2010
S. Fernández-Garrido; J. Grandal; P. Lefebvre; M. A. Sánchez-García; E. Calleja.


82 Title of the work: Selective area growth of GaN nanocolumns by rf-plasma-assisted MBE
Name of the conference: 16th International Conference on Molecular Beam Epitaxy
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Berlin, Germany
Date of event: 2010
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A. Bengoechea; J. Grandal; S. Fernández-Garrido; M. A. Sánchez-García; F. Barbagini; P. Lefebvre; E.
Calleja; E. Luna; A. Trampert.


83 Title of the work: Spontaneous and Ordered Growth of III-N Nanocolumns by MBE: Growth Mechanisms
and Applications to Optoelectronic Devices
Name of the conference: International Wokshop on Nitride Semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Tampa, United States of America
Date of event: 2010
E. Calleja; A. Bengoechea-Encabo; J. Grandal; S. Fernández-Garrido; J. Ristic; M. A. Sánchez-García; F.
Barbagini; P. Lefevbre; J. M. Calleja; E. Gallardo; E. Luna; A. Trampert.


84 Title of the work: A comprehensive diagram to grow InAlN alloys by plasma-assisted molecular-beam
epitaxy
Name of the conference: 15th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Zakopane, Poland
Date of event: 2009
S. Fernández-Garrido; Ž. Gacevic; E. Calleja; A. Redondo-Cubero; R. Gago; E. Muñoz.


85 Title of the work: Accurate measurement of strain in semiconductor heterostructures by high-energy ion
channeling: the influence of steering effects
Name of the conference: 19th International Conference on Ion Beam Analysis, Ion Beam Analysis
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Cambridge, United Kingdom
Date of event: 2009
A. Redondo-Cubero; K. Lorenz; N. Franco; S. Fernández-Garrido; R. Gago; P. J. M. Smulders; E. Muñoz; E.
Calleja; I. M. Watson; E. Alves.


86 Title of the work: Current status and further challenge in MBE growth of lattice-matched InAlN/GaN bragg
reflectors
Name of the conference: The 8th International Conference on Nitride Semiconductors
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Jeju, Republic of Korea
Date of event: 2009
Ž. Gacevic; S. Fernández-Garrido; E. Calleja.


87 Title of the work: Growth and characterization of lattice-matched InAlN/GaN bragg reflectors grown by
plasma-assisted molecular beam epitaxy
Name of the conference: 15th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Zakopane, Poland
Date of event: 2009
Ž. Gacevic; S. Fernández-Garrido; E. Calleja; E. Luna; A. Trampert.


88 Title of the work: New approach to grow of high reflectivity Al(Ga)N/GaN bragg reflectors by
plasma-assisted molecular beam epitaxy
Name of the conference: 1The 8th International Conference on Nitride Semiconductors
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Jeju, Republic of Korea
Date of event: 2009
Ž. Gacevic; S. Fernández-Garrido; E. Calleja.
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89 Title of the work: Recent progress on the growth of III-N nanocolumns on polar and nonpolar substrates
Name of the conference: 15th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Zakopane, Poland
Date of event: 2009
E. Calleja; J. Grandal; S. Fernández; M. A. Sánchez-García; E. Gallardo; J. M. Calleja; E. Luna; A.
Trampert; U. Jahn.


90 Title of the work: A comprehensive diagram to grow InAlN alloys by molecular-beam epitaxy
Name of the conference: International Workshop on Nitride Semiconductors 2008
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Montreux, Switzerland
Date of event: 2008
S. Fernández-Garrido; Ž. Gacevic; E. Calleja.


91 Title of the work: Correlating Composition and Luminescence Variations in AlInGaN epilayers
Name of the conference: 9th International Workshop on Beam Injection Assessment of Microstructures in
Semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Toledo, Castile-La Mancha, Spain
Date of event: 2008
R. W. Martin; P. R. Edwards; K. Bejtka; K. P. O´Donnell; S. Fernández-Garrido; E. Calleja.


92 Title of the work: Correlating Composition and Luminescence Variations in III-Nitride semiconductor alloys
Name of the conference: Microscopy and Micronalysis Meeting
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Albuquerque, United States of America
Date of event: 2008
P. R. Edwards; R. W. Martin; K. Bejtka; K. P. O´Donnell; S. Fernández-Garrido; E. Calleja.


93 Title of the work: Growth and characterization of lattice-matched InAlN/GaN bragg reflectors by
plasma-assisted molecular beam epitaxy
Name of the conference: International Workshop on Nitride Semiconductors 2008
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Montreux, Switzerland
Date of event: 2008
Ž. Gacevic; S. Fernández-Garrido; E. Calleja.


94 Title of the work: In-situ GaN decomposition analysis by quadrupole mass spectrometry and reflection
high-energy electron diffraction
Name of the conference: International Workshop on Nitride Semiconductors 2008
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Montreux, Switzerland
Date of event: 2008
S. Fernández-Garrido; G. Koblmüller; E. Calleja; J. S. Speck.


95 Title of the work: Influence of steering effects on ion channeling determination of strain in GaN-based
heterostructures
Name of the conference: Channelling 2008
Type of participation: Participatory - oral communication
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City of event: Erice, Italy
Date of event: 2008
A. Redondo-Cubero; K. Lorenz; N. Franco; S. Fernández-Garrido; R. Gago; E. Muñoz; E. Alves.


96 Title of the work: Composition and luminescence of AlInGaN layers grown by MBE
Name of the conference: 14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Granda, Andalusia, Spain
Date of event: 2007
K. Betjka; R. W. Martin; S. Fernández-Garrido; A. Redondo-Cubero; F. González-Posada; E. Calleja.


97 Title of the work: Growth and characterization of (In,Ga)N based photodetectors designed by internal field
engineering
Name of the conference: 14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Granada, Andalusia, Spain
Date of event: 2007
J. Pereiro; C. Rivera; J. L. Pau; A. Navarro; S. Fernández-Garrido; S. Grzanka; M. Leszczynski; E. Muñoz.


98 Title of the work: Improved growth mode diagram for plasma assisted MBE growth of (0001)GaN
Name of the conference: 7th International Conference of Nitride Semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Las Vegas, United States of America
Date of event: 2007
G. Koblmüller; S. Fernández-Garrido; E. Calleja; J. S. Speck.


99 Title of the work: Improved growth mode diagram for plasma-assisted MBE growth of (0001)GaN
Name of the conference: 14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Granada, Spain
Date of event: 2007
G. Koblmüller; S. Fernández-Garrido; J. S. Brown; E. Calleja; J. S. Speck.


100 Title of the work: In-situ GaN decomposition analysis by quadrupole mass spectrometry and reflection
high-energy electron diffraction
Name of the conference: 14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Granada, Andalusia, Spain
Date of event: 2007
S. Fernández-Garrido; G. Koblmüller; E. Calleja; J. S. Speck.


101 Title of the work: Ion beam analysis of ternary and quaternary AlxIn1-xGa1-x-yN/GaN heterostructures for
high-power electronic devices
Name of the conference: E-MRS spring meeting
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Strasbourg, France
Date of event: 2007
A. Redondo-Cubero; R. Gago; F. González-Posada; S. Fernández-Garrido; A. Muñoz-Martín; A. F. Braña;
U. Kreissing; D. Grambole; E. Muñoz.
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102 Title of the work: Ordered growth of GaN nanostructures on Si by MBE
Name of the conference: 14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Granada, Andalusia, Spain
Date of event: 2007
M. Utrera; J. Ristic; S. Fernández-Garrido; L. Cerutti; G. Fuentes; E. Calleja; A. Trampert; U. Jahn; K. H.
Ploog.


103 Title of the work: Photoluminescence enhancement through carrier localization in InAlGaN layers grown by
MBE
Name of the conference: 14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Granada, Andalusia, Spain
Date of event: 2007
S. Fernández-Garrido; E. Calleja; F. Bertram; J. Christen; E. Luna; A. Trampert.


104 Title of the work: Growth mechanisms and nucleation of GaN nanocolumns on Si(111) and Si(100)
Name of the conference: 6th International Workshop on Nitride Semiconductors
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Kyoto, Japan
Date of event: 2006
J. Ristic; L. Cerutti; E. Calleja; A. Trampert; U. Jahn; K. H. Ploog; S. Fernández-Garrido.


105 Title of the work: III-Nitride nanocolumnar heterostructures on silicon: growth mechanism and application to
devices
Name of the conference: International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Montpellier, France
Date of event: 2006
J. Ristic; L. Cerutti; S. Fernández-Garrido; E. Calleja; A. Trampert; U. Jahn; K. H. Ploog.


106 Title of the work: III-Nitride nanocolumnar heterostructures: Growth, properties, and application to devices
Name of the conference: Summer-school on wide bandgap semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Monte Verita, Switzerland
Date of event: 2006
E. Calleja; J. Ristic; L. Cerutti; S. Fernández-Garrido; A. Trampert; U. Jahn; K. H. Ploog; M. Gurioli; A.
Vinattieri; M. Povoloskyi; A. Di Carlo; S. Lazic; J. M. Calleja; M. Niebelschütz; V. Cimalla; O. Ambacher.


107 Title of the work: InGaN and InGaN/GaN nanocolumnar heterostructures grown on Si(111) by
plasma-assisted molecular beam epitaxy
Name of the conference: 6th International Conference on Nitride Semiconductors
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Bremen, Germany
Date of event: 2006
J. Ristic; C. Rivera; S. Fernández-Garrido; E. Calleja; A. Trampert; U. Jahn; K. H. Ploog; M. Povoloskyi; A.
Di Carlo.


108 Title of the work: InGaN based enhanced photodetectors by internal field engineering: growth and
characterization of visible and near UV photodetectors
Name of the conference: European Workshop on III-Nitride Semiconductor Materials and Devices
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Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Crete, Greece
Date of event: 2006
J. Pereiro; C. Rivera; J. L. Pau; A. Navarro; S. Fernández-Garrido; E. Muñoz.


109 Title of the work: Strong carrier localization enhancement in InAlGaN layers grown by MBE
Name of the conference: 6th International Workshop on Nitride Semiconductors
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Kyoto, Japan
Date of event: 2006
S. Fernández-Garrido; E. Calleja; A. Redondo-Cubero; F. González-Posada; A. F. Braña; E. Muñoz; R.
Gago; A. Muñoz-Martínez; A. Trampert; K. H. Ploog.


110 Title of the work: InGaN and InGaN/GaN nanocolumnar heterostructures grown on Si(111) by plasma
assisted molecular beam epitaxy
Name of the conference: 13th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Grindelwald, Switzerland
Date of event: 2005
S. Fernández-Garrido; J. Ristic; J. Pereiro; J. Grandal; E. Calleja; A. Trampert; K. H. Ploog.


111 Title of the work: Nucleation Mechanisms in Self-assembled GaN Nanocolumns Grown by
Plasma-Assisted MBE
Name of the conference: 13th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Grindelwald, Switzerland
Date of event: 2005
J. Ristic; E. Calleja; S. Fernández-Garrido; A. Trampert; K. H. Ploog.


112 Title of the work: Self-assembled growth of GaN/AlGaN nanocavities on Si(111) by molecular beam epitaxy
Name of the conference: 13th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Type of participation: Participatory - invited/keynote talk
City of event: Grindelwald, Switzerland
Date of event: 2005
E. Calleja; J. Ristic; S. Fernández-Garrido; A. Trampert; K. H. Ploog.


113 Title of the work: GaN/AlGaN Nanocavities with AlN/GaN Bragg Reflectors Grown in AlGaN Nanocolumns
Grown by Plasma Assisted MBE
Name of the conference: 4th International Conference on the Physics of Light-Matter Coupling in
Nanostructures
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: St. Petersburg, Russia
Date of event: 2004
J. Ristic; E. Calleja; S. Fernández-Garrido; A. Trampert; U. Jahn; K. H. Ploog; M. Pvoloskyi; A. Di Carlo.


114 Title of the work: GaN/AlGaN Nanocavities with AlN/GaN Bragg reflectors grown in AlGaN nanocolumnas
by plasma-assisted MBE
Name of the conference: International Conference on Molecular Beam Epitaxy
Type of participation: Participatory - oral communication
City of event: Edinburgh, United Kingdom
Date of event: 2004
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J. Ristic; E. Calleja; S. Fernández-Garrido.


115 Title of the work: III-Nitride nanocolumnar structures grown by MBE: nucleation steps
Name of the conference: International Conference on Molecular Beam Epitaxy
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Edinburgh, United Kingdom
Date of event: 2004
J. Ristic; E. Calleja; S. Fernández-Garrido; A .Trampert; K. H. Ploog.


116 Title of the work: Optimization of p-type doping in GaN:Mg grown by MBE
Name of the conference: International Conference on Molecular Beam Epitaxy
Type of participation: 'Participatory - poster
City of event: Edinburgh, United Kingdom
Date of event: 2004
F. B. Naranjo; S, Fernández-Garrido; E. Calleja.


Works submitted to national or international seminars, workshops and/or courses


1 Title of the work: A trip back to the origin
Name of the event: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad Politécnica de
Madrid
Type of event: Seminar
Corresponding author: Yes Reasons for participation: Speaker
Date of event: 2022
Organising entity: Universidad Politécnica de
Madrid


Type of entity: University


City organizing entity: Madrid, Spain
S. Fernández-Garrido; T. Auzelle; J. Lähnemann; K. Wimmer; A. Tahraoui; O. Brandt.


2 Title of the work: Top-down fabrication of ordered arrays of GaN nanowires by selective area sublimation
Name of the event: Seminar of Electronic and Semiconductors Group, Applied Physics Department
Type of event: Seminar
Corresponding author: Yes Reasons for participation: Speaker
Date of event: 2019
Organising entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
City organizing entity: Madrid, Spain
S. Fernández-Garrido; T. Auzelle; J. Lähnemann; K. Wimmer; A. Tahraoui; O. Brandt.


3 Title of the work: Self-assembled formation of GaN nanowires in molecular beam epitaxy
Name of the event: Applied Physics Department Seminar
Type of event: Seminar
Corresponding author: Yes Reasons for participation: Speaker
Date of event: 26/06/2018
Organising entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
City organizing entity: Madrid, Spain
S. Fernández-Garrido.


4 Title of the work: Fundamental aspects of the self-induced growth of GaN nanowires by MBE
Name of the event: Institute seminar
Type of event: Seminar
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Reasons for participation: Speaker
Date of event: 16/07/2012
Organising entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City organizing entity: Berlin, Berlin, Germany
S. Fernández-Garrido.


5 Title of the work: On the Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy of III-Nitride Compound
Semiconductors
Name of the event: Invited seminar
Type of event: Seminar
Reasons for participation: Upon invitation
Date of event: 05/02/2010
Organising entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City organizing entity: Berlin, Berlin, Germany
S. Fernández-Garrido.


6 Title of the work: Molecular Beam Epitaxy and Characterization of InAlGaN thick layers
Name of the event: Invited seminar
Type of event: Seminar
Reasons for participation: Upon invitation
Date of event: 14/10/2007
Organising entity: High Pressure Research Center of the Polish Academy of Sciences
City organizing entity: Warsaw, Poland
S. Fernández-Garrido.


7 Title of the work: Improved growth diagram for plasma-assisted molecular beam epitaxy growth of
(0001)GaN
Name of the event: Department seminar
Type of event: Seminar
Reasons for participation: Speaker
City of event: Madrid, Spain
Date of event: 18/05/2007
Organising entity: Universidad Politécnica de
Madrid


Type of entity: University


R&D management and participation in scientific committees


Organization of R&D activities


1 Title of the activity: Optical Sensing, Imaging, and Photon Counting: Nanostructured Devices and
Applications, at SPIE-Optics+Photonics (San Diego, USA)
Type of activity: Member of Program Committe Geographical area: Non EU International
City of event: San Diego, California, United States of America
Convening entity: SPIE-Optics+Photonics
Type of participation: Member of Program Committe
Start date: 2017


2 Title of the activity: International, Workshop on Nitride Semiconductors
Type of activity: Chairman of the session Materials Characterization V: Characterization of GaN and InN
City of event: Orlando, Florida, United States of America
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Type of participation: Chairman
Start date: 2016


R&D management


1 Name of the activity: Managment of project "European Network for Innovative and Advanced Epitaxy
(CA20116)"
Type of management: Management of R&D&I actions and projects
Performed tasks: Member of Management Committee
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Start date: 27/09/2021
Average annual budget: 125.000
Geographical area: European Union


2 Name of the activity: Managment of project "Ingeniería cuántica para la integración de células solares III-V
sobre silicio (PID2020-114280RB-I00)"
Type of management: Management of R&D&I actions and projects
Performed tasks: Project management as Pincipal Investigator
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Start date: 01/09/2021
Average annual budget: 41.745 Nº of people: 5
Geographical area: National


3 Name of the activity: Supervision of Reseach Assistant Pablo Álamo Vargas
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision. The Research Assistant, hired with charge to the "Plan de empleo
juvenil de la Comunidad de Madrid", has a 2 year contract
City of entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Entity: Universidad Autónoma de Madrid Type of entity: University
Start date: 01/04/2021 Duration: 9 months
Access system: By competition
Average annual budget: 24.000
Target group profile: Public agencies funding
R&D&I


Geographical area: National


4 Name of the activity: Supervision of the Postdoc Dr. Thomas Auzelle
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2016 Duration: 2 years - 3 months


5 Name of the activity: Supervision of the technician Katrin Morgenroth
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2016 Duration: 2 years
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6 Name of the activity: Supervision of the visiting PhD student Suresh Vishwanath from Cornell University,
USA
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2016 Duration: 2 months - 14 days


7 Name of the activity: Management of project "Charge and energy transfer processes at hybrid
organic/inorganic semiconductor interfaces"
Type of management: Management of R&D&I actions and projects
Performed tasks: Project management as Principal Investigator
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik Type of entity: Public Research Body
Start date: 25/11/2015 Duration: 2 years - 3 months
Average annual budget: 145.000 Nº of people: 3
Geographical area: National


8 Name of the activity: Co-supervision of Marta Sobanska, PhD student from Polish Academy of Science,
Poland
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2015 Duration: 7 days


9 Name of the activity: Supervision of the Postdoc Dr. Gabriele Calabrese
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2015 Duration: 2 years - 10 months


10 Name of the activity: Supervision of the visiting sceintist Apurba Laha (Associate Professor) from Indian
Institute of Technology, India
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2015 Duration: 2 months - 14 days


11 Name of the activity: Co-supervision of Marta Sobanska, PhD student from Polish Academy of Science,
Poland
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2014 Duration: 14 days
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12 Name of the activity: Supervision of Ziani de Souza Schiaber, PhD student from UNESP University, Brazil
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2014 Duration: 9 months


13 Name of the activity: Coordination of project "Direct growth of single-crystalline semiconductors on
poly-crystalline metallic films and foils"
Type of management: Management of R&D&I actions and projects
Performed tasks: Project coordinator
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik Type of entity: Public Research Body
Start date: 01/05/2013 Duration: 4 years
Average annual budget: 261.774 Nº of people: 5
Geographical area: National


14 Name of the activity: Co-supervision of the technician Carsten Stemmler
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2013 Duration: 4 years - 11 months


15 Name of the activity: Co-supervision of the technician Hans-Peter Schönherr
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2013 Duration: 4 years - 11 months


16 Name of the activity: Co-supervision of the technician Michael Höricke
Type of management: Personnel managment
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2013 Duration: 4 years - 11 months


17 Name of the activity: Co-supervision of PhD student Johannes K. Zettler
Type of management: Personnel supervision
Performed tasks: Personnel supervision
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Start date: 2012 Duration: 3 years


18 Name of the activity: Coordination of project "Inorganic/organic core/shell GaN-based nanowire
light-emitting diodes based on Förster resonant energy transfer"
Type of management: Management of R&D&I actions and projects
Performed tasks: Project coordinator
City of entity: Berlin, Germany
Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik Type of entity: Public Research Body
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Start date: 01/07/2011 Duration: 4 years
Average annual budget: 73.500 Nº of people: 6
Geographical area: National


Evaluation and revision of R&D projects and articles


1 Performed tasks: Reviewer for Applied Physics Letters
Entity where activity was carried out: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2022


2 Performed tasks: Reviewer for Small
Entity where activity was carried out: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2022


3 Performed tasks: Reviewer for the French AAPG 2022 program, National Research Agency (ANR)
Entity where activity was carried out: Universidad
Politécnica de Madrid


Type of entity: University


City of entity: Madrid, Spain
Type of activity: Reviewer of AAPG 2022 program,
National Research Agency (ANR)


Frequency of the activity: 1


Start date: 2022


4 Performed tasks: Reviewer for Advanced Functional Materials
Entity where activity was carried out: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2021


5 Performed tasks: Reviewer for Crystal Growth & Design
Entity where activity was carried out: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2020


6 Performed tasks: Reviewer for Journal of Crystal Growth
Entity where activity was carried out: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2020
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7 Performed tasks: Reviewer of Kaust Research Proposal from King Abdullah University of Science &
Technology (KAUST)
Entity where activity was carried out: Universidad Autónoma de Madrid
City of entity: Madrid, Spain
Type of activity: Reviewer of KAUST research
proposal


Frequency of the activity: 1


Start date: 2020


8 Performed tasks: Reviewer for Physica Status Solidi (b)
Entity where activity was carried out: Universidad
Autónoma de Madrid


Type of entity: University


Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2018


9 Performed tasks: Reviewer for Crystals
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2017


10 Performed tasks: Reviewer for Nanoscale
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2017


11 Performed tasks: Reviewer for Physica Status Solidi (a)
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2017


12 Performed tasks: Reviewer for Advanced Functional Materials
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Geographical area: International
Start date: 2015


13 Performed tasks: Reviewer for Crystal Growth & Design
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Geographical area: International
Start date: 2015


14 Performed tasks: Reviewer of Polish R&D project
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City of entity: Berlin, Germany
Type of activity: Reviewer of polish national project Frequency of the activity: 1
Start date: 2015
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15 Performed tasks: Reviewer for Nanotechnology
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2014


16 Performed tasks: Reviewer for Nanotechnology
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2013


17 Performed tasks: Reviewer for Physica Status Solidi Rapid Research Letters
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2013


18 Performed tasks: Reviewer for Physical Review B
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2013


19 Performed tasks: Reviewer for Journal of Applied Physics
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2012


20 Performed tasks: Reviewer for Nanotechnology
Entity where activity was carried out: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 2


Start date: 2011


21 Performed tasks: Reviewer for Materials Research Bulletin
Entity where activity was carried out: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (UPM)
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2010


22 Performed tasks: Reviewer for Journal of Vacuum Science and Technology B
Entity where activity was carried out: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (UPM)
Type of activity: Review of articles in scientific or
technological journals


Frequency of the activity: 1


Start date: 2004
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Other achievements


Stays in public or private R&D centres


1 Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
City of entity: Berlin, Germany
Start-End date: 24/06/2019 - 28/06/2019 Duration: 5 days
Goals of the stay: Guest
Provable tasks: Analysis of III-V compound semiconductors in the form of thin films and nanowires


2 Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik Type of entity: University Research Institute
City of entity: Berlin, Germany
Start-End date: 01/05/2013 - 31/03/2018 Duration: 4 years - 10 months
City funding entity: Berlin, Germany
Goals of the stay: Permanent Senior Scientist
Provable tasks: Molecular beam epitaxy and characterization of semiconductor nanowires for
solid-state lighting and quantum information technologies. Design, growth, and characterization of hybrid
organic/inorganic semiconductor heterostructures for lightning applications. Supervision and training
of Master and PhD students, PostDocs, visitor scientists, and technical personnel. Responsible for the
operation of 2 molecular beam epitaxy systems devoted to III-nitrides. Principal Investigator and Coordinator
of R&D projects.


3 Entity: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik Type of entity: University Research Institute
City of entity: Berlin, Germany
Start-End date: 14/04/2010 - 30/04/2013 Duration: 3 years - 15 days
City funding entity: Berlin, Germany
Goals of the stay: Post-doctoral
Provable tasks: Design, growth and characterization of hybrid ferromagnetic/semiconductor
heterostructures for spintronic applications. Molecular beam epitaxy and characterization of semiconductor
nanowires for the fabrication of light-emitting diodes. Growth and characterization of (In,Ga)N quantum wells
for the fabrication of green light-emitting diodes and laser diodes. Design, growth, and characterization of
hybrid organic/inorganic semiconductor heterostructures for white lighting. Co-responsible for the calibration
of 2 molecular beam epitaxy systems devoted to III-nitrides. Co-supervision of a PhD student. Coordination
of a national project.


4 Entity: High Pressure Research Center of the Polish
Academy of Sciences


Type of entity: University Research Institute


City of entity: Warsaw, Poland
Start-End date: 03/08/2007 - 03/11/2007 Duration: 3 months
City funding entity: Warsaw, Poland
Name of programme: Formación del Personal Universitario (FPU)
Goals of the stay: Guest
Provable tasks: Growth of blue and near UV light emitting diodes by molecular beam epitaxy


5 Entity: Solid State Lighting and Display Center Type of entity: University Centres and Structures
and Associated Bodies


Faculty, institute or centre: University of California Santa Barbara
City of entity: Santa Barbara, United States of America
Start-End date: 01/07/2006 - 30/11/2006 Duration: 4 months
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City funding entity: Santa Barbara, United States of America
Name of programme: Formación del Personal Universitario (FPU)
Goals of the stay: Guest
Provable tasks: Molecular Beam Epitaxy of III-nitride compounds semiconductors


Obtained grants and scholarships


1 Name of the grant: Contrato Ramón y Cajal (RYC-2016-19509)
Aims: Post-doctoral
Awarding entity: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Conferral date: 01/04/2018 Duration: 5 years
End date: 31/03/2023
Entity where activity was carried out: Universidad Autónoma de Madrid
Faculty, institute or centre: Facultada de Ciencias


2 Name of the grant: Beca para la Formación del Personal Universitario (FPU) (AP2003-0056)
Aims: Pre-doctoral
Awarding entity: Ministerio de Educación y Ciencia
Conferral date: 01/02/2004 Duration: 4 years
End date: 31/01/2008


Prizes, mentions and distinctions


1 Description: Sexenio de invesitigación
Awarding entity: Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación


Type of entity: Public


Conferral date: 2022


2 Description: PhD European Academic Distinction
Awarding entity: Universidad Politécnica de Madrid Type of entity: University
City awarding entity: Madrid, Community of Madrid, Spain
Conferral date: 20/07/2009
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CERTIFICACIÓN A EFECTOS DEL PROGRAMA I3


PARTICIPANTES EN EL SUBPROGRAMA RAMÓN Y CAJAL


Por Resolución de 20 de julio de 2005 de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 26 de agosto), se aprueban y
publican los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica que
implican una trayectoria investigadora destacada, a los efectos del Programa de Incentivación
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3).


Conforme a la evaluación positiva realizada por expertos de la División de Coordinación,
Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación de acuerdo
con los requisitos fijados en la Resolución anterior, D. Domènec Espriu Climent, Director de


,la Agencia Estatal de Investigación


CERTIFICA


Que , con NIF/NIE/pasaporte nº , ha satisfechoSERGIO FERNANDEZ GARRIDO 02649224S
los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica que implican una
trayectoria investigadora destacada a efectos del Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3).


Lo que hago constar a los efectos procedentes.


Domènec Espriu Climent
Director de la Agencia Estatal de Investigación








COMUNICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN 
Y ACTIVIDAD CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA DE LAS CUATRO PRIMERAS ANUALIDADES DE 
LA AYUDA RAMÓN Y CAJAL.


Por Resolución de 20 de julio de 2005 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 26 de agosto) se establecen los criterios de evaluación en el 
Programa I3. En dicha resolución se aprueban y publican, en su Anexo II, los requisitos de calidad de la 
producción y actividad científico-tecnológica de los últimos cuatro años de actividad  investigadora.


Recibida la evaluación realizada por expertos de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento 
Científico-Técnico, de la Agencia Estatal de Investigación, se comunica que:


SERGIO FERNANDEZ GARRIDO, con NIF/NIE/pasaporte nº 02649224S, ha superado los requisitos de 
calidad de la producción y actividad científico-tecnológica de las cuatro primeras anualidades de la ayuda 
Ramón y Cajal conforme a lo fijado en el Anexo II de la Resolución de 20 de julio de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se establecen 
los criterios de evaluación en el Programa I3.


Joaquín Ángel Serrano Agejas
Jefe de la Subdivisión de Programas Científico-técnicos, Transversales,
Fortalecimiento y Excelencia
Agencia Estatal de Investigación
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1.- TRABAJOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS  


Durante el periodo contratado como investigador Ramón y Cajal (RyC), en el que el 


solicitante ha formado parte, tanto del Grupo de Electrónica y Semiconductores del Dpto. 


de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, como del Instituto de Sistemas 


Optoelectrónicos y Microtecnología (dentro del Grupo de Semiconductores GDS) y el 


Dpto. de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, los trabajos 


realizados por el solicitante dividen en tres áreas principales: investigación, captación de 


fondos de investigación y docencia. A continuación, se explica el trabajo realizado y los 


resultados obtenidos en cada una de estas áreas. 


1.1 INVESTIGACIÓN  
Los trabajos de investigación realizados se distribuyen, de acuerdo a su temática, en 


torno a dos líneas de investigación: (i) el estudio de nanohilos semiconductores de 


compuestos semiconductores III-V y II-VI para aplicaciones optoelectrónicas (emisores y 


detectores de luz, generadores piezoeléctricos, sensores…), y (ii) el desarrollo de 


materiales semiconductores en forma de lámina delgada para la fabricación de células 


fotovoltaicas de tercera generación. En lo que sigue, se detallan los resultados obtenidos 


en relación con cada una de estas líneas. 


 


1.1.1 NANOHILOS SEMICONDUCTORES PARA APLICACIONES 


OPTOELECTRÓNICAS 


El investigador ha trabajado en la síntesis y análisis de las propiedades físicas de 


nanohilos semiconductores basados en tres familias de semiconductores compuestos: 


GaN, ZnO y GaAs.  


o Los trabajos relacionados con GaN los inició durante su anterior etapa como 
investigador permanente en el centro de investigación Paul-Drude-Institut für 
Festkörperelektronik PDI (Alemania) y les dio continuidad posteriormente por medio de 
una estancia realizada durante la primera anualidad de su contrato RyC. A lo largo del 
periodo contratado como RyC ha dedicado, junto con sus colegas en Berlín, grandes 
esfuerzos a completar, escribir, publicar y difundir numerosos estudios, en la mayor 
parte de los casos en calidad de principal ejecutor o director (véase apartado 2).Con 
respecto a esta temática, los estudios y resultados más importantes publicados y 
presentados en conferencias internacionales han sido los siguientes: 


- El análisis de las reacciones químicas que tienen lugar durante el proceso de 
epitaxia de nanohilos de GaN sobre láminas metálicas. Estos resultados son de 
gran importancia de cara al desarrollo de pantallas basadas en diodos 
electroluminiscentes de GaN, material que ha hecho posible los sistemas de 
iluminación con luz blanda de estado sólido. El solicitante fue el director de la 
publicación asociada a este trabajo. 


- La demonstración de la fabricación de matrices ordenadas de nanohilos de GaN 
mediante un novedoso proceso de sublimación térmica. Dicho proceso se ha 
analizado en detalle y demostrado que se puede controlar in situ mediante la 
técnica de espectrometría de masas. El solicitante fue el principal ejecutor de la 
publicación asociada a este trabajo. 
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- Se ha demostrado que los procesos de sublimación térmica también pueden ser 
empleados para modificar la forma de los nanohilos de GaN. Éste es un aspecto de 
sumo interés con vistas a aumentar la eficiencia de los diodos electroluminiscentes 
basados en este tipo de nanostructuras mediante la reducción del fenómeno 
cuántico conocido bajo el nombre de efecto Stark confinado. El solicitante fue el 
director de la publicación asociada a este trabajo. 


- Se analizado la formación de nanohilos de GaN sobre económicas capas amorfas 
de AlxOy. Estos resultados son relevantes a la hora de reducir los costes de 
producción de diodos electroluminiscentes basados en nanohilos de GaN. El 
solicitante fue el director de la publicación asociada a este trabajo. 


- Se han investigado las propiedades físicas de las distintas superficies que dan 
forma a los nanohilos de GaN. El análisis de dichas superficies, tras ser expuestas 
al aire, es de enorme importancia de cara al desarrollo y posterior fabricación de 
dispositivos. El solicitante fue el director de la publicación asociada a este 
trabajo. 


- El estudio del grado de deformación de los nanohilos de GaN a lo largo de sus ejes 
principales mediante medidas de difracción de rayos x y espectroscopia de 
luminiscencia. Dicho estudio ha permitido demostrar que el grado de deformación 
de los nanohilos a lo largo de su eje principal es inversamente proporcional a su 
diámetro. Este resultado, atribuido a la tensión superficial que actúa sobre las 
distintas paredes laterales de los nanohilos, permitió estimar experimentalmente las 
componentes fx y fz del tensor de tensiones superficiales asociado a superficies 
{11̅00}GaN expuestas al aire. El solicitante fue el director de la publicación 
asociada a este trabajo. 


- El análisis de las propiedades optoelectrónicas de las superficies (0001) y (11̅00) 
del GaN tras ser funcionalizadas con semiconductores orgánicos, en particular, con 
derivados de ácidos fosfónicos. Los resultados obtenidos demuestran que es 
posible modificar, tanto la función de trabajo, como la curvatura de bandas cerca la 
superficie del GaN empleando ácidos fosfónicos con distintas electronegatividades. 
Este trabajo, pionero en el campo de los sistemas híbridos de semiconductores 
orgánicos/inorgánicos basados en GaN, pone de manifiesto el potencial de la 
química de ácidos fosfónicos para funcionalizar las superficies de GaN, aspecto 
susceptible de ser explotado para la fabricación de sensores químicos. El 
solicitante fue el director de la publicación asociada a este trabajo. 
 


- La síntesis de nanohilos de GaN fabricados sobre sustratos de TiNx a elevadas 
temperaturas (>900 °C), que he permitido demostrar tiempos de recombinación 
excitónica significativamente superiores a los reportados hasta el momento en este 
tipo de nanoestructuras. Los valores obtenidos se aproximan de hecho a los más 
altos documentados hasta el momento en GaN (observados únicamente en 
sustratos con grosores de centenares de micras). No obstante, se ha encontrado 
que el tiempo de recombinación depende mucho más del diámetro de los nanohilos 
que de la temperatura de crecimiento. En particular, se ha observado una 
dependencia del inverso del tiempo de recombinación con el diámetro de los 
nanohilos. Este resultado ha sido explicado considerando que el ritmo de 
recombinación no radiativa en nanohilos de GaN no está controlado por la 
concentración de defectos puntuales, sino por la ionización de excitones en 
presencia del campo eléctrico asociado a la curvatura de las bandas en las 
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proximidades de sus paredes laterales. El solicitante fue co-autor de la 
publicación asociada a este trabajo. 
 


- El estudio de nanohilos de GaN empleando radiación de sincrotrón. Se ha 
demostrado que, mediante medidas de dispersión de rayos x en geometría de 
ángulo rasante, es posible determinar, tanto la distribución de la orientación de los 
nanohilos en el plano del sustrato, como la rugosidad de las paredes laterales. En 
base a estas medidas, hemos mostrado que la rugosidad de las paredes de los 
nanohilos de GaN sintetizados sobre sustratos de Si(111) es de apenas 3–4 


monocapas atómicas a lo largo de una longitud de aproximadamente 1 µm. El 
solicitante fue co-autor de la publicación asociada a este trabajo. 
 


- El estudio de la evolución de la forma de las paredes laterales de los nanohilos de 
GaN durante su síntesis mediante epitaxia de haces moleculares. Este estudio, 
basado en un profundo análisis de múltiples muestras de nanohilos mediante 
microscopia de transmisión electrónica, ha permitido concluir que mientras que en 
la parte superior de los nanohilos su sección transversal tiene una forma 
hexagonal, en la parte inferior la sección transversal se redondea según avanza el 
crecimiento. Estos resultados han sido explicados en términos de la distinta 
“atmósfera” a la que están expuestas las partes inferior y superior de los nanohilos 
durante el proceso de epitaxia. Este estudio tiene una gran importancia de cara a 
aplicaciones de sensado ya que la repuesta de estas nanoestructuras ante agentes 
externos depende de las propiedades físico-químicas de la superficie involucrada. 
El solicitante fue co-autor de la publicación asociada a este trabajo. 
 


- El estudio teórico-experimental sobre la influencia de la disposición geométrica de 
las distintas fuentes de materiales sobre el crecimiento de las paredes laterales de 
nanohilos de GaN al fabricar estructuras radiales tipo núcleo-corteza mediante 
epitaxia de haces moleculares. Dicho estudio muestra la complejidad de obtener un 
crecimiento radial con un espesor homogéneo a lo largo del eje longitudinal de los 
nanohilos. En general, el crecimiento sobre una faceta lateral sólo es posible si el N 
activo incide directamente sobre ella, por lo que el posicionamiento de la fuente de 
N es determinante. Por el contrario, el posicionamiento de la fuente de Ga juega un 
papel secundario ya que el Ga se difunde entre facetas adyacentes durante el 
proceso de epitaxia. Sobre la base de estos resultados experimentales se ha 
desarrollado un modelo de difusión que tiene en cuenta las distintas facetas de los 
nanohilos de GaN y la superficie del sustrato. El modelo, además de describir 
correctamente los perfiles de espesor de las paredes laterales de los nanohilos a lo 
largo de toda su longitud, también permite predecir que es posible obtener 
nanohilos con un diámetro constante a lo largo de su eje principal siempre y cuando 
las fuentes de Ga y N se encuentre muy próximas o la frecuencia de rotación del 
sustrato sea lo suficientemente alta. Este estudio ha dado lugar a, además de a 
una publicación de la que el solicitante es co-autor, a una patente concedida 
por la oficina europea de patentes durante la cuarta anualidad del contrato RyC 
(veáse apartado 2). 


o En relación con los nanohilos de ZnO, un material biocompatible y de interés en 
aplicaciones piezoelectrónicas y de sensado, se han analizado las propiedades 
morfológicas, estructurales y ópticas de nanohilos fabricados mediante el método de 
transporte químico en fase vapor sobre sustratos de Si. Los estudios realizados han 
permitido determinar la relación epitaxial entre los nanohilos de ZnO y el sustrato de Si, 
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así como correlacionar sus propiedades ópticas con la presencia de defectos puntuales 
y extensos. Este estudio ha dado lugar a un trabajo fin de máster (véase apartado 
3.2.3). Los resultados han sido publicados y presentados en distintas conferencias 
durante el contrato RyC. El solicitante fue el principal ejecutor de la publicación. 


o Respecto a los nanohilos de GaAs, se han realizado estudios para optimizar la 
formación de estas nanoestructuras mediante el método vapor-líquido-sólido en un 
reactor de epitaxia de haces químicos. Estas nanoestructuras son de interés para el 
investigador con vistas a la fabricación, en combinación con otros compuestos 
III-(As,P), de emisores de luz en el rango infrarrojo, en particular, emisores de fotones 
individuales a longitudes de onda compatibles con las ventanas ópticas de 
telecomunicaciones. Los resultados obtenidos han dado lugar a un trabajo fin de 
máster y dos trabajos fin de grado (véanse apartados 3.2.2 y 3.2.3). 


 


1.1.2 DESARROLLO DE MATERIALES EN FORMA DE LÁMINA DELGADA PARA LA 


FABRICACIÓN DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE TERCERA GENERACIÓN 


El desarrollo de nuevos materiales semiconductores para aplicaciones fotovoltaicas, en 


particular de aleaciones basadas en Ga(As,P,N), ha pasado a ser la principal línea 


investigación del solicitante durante su contrato RyC. En relación con esta temática, el 


investigador participó durante las tres primeras anualidades en un proyecto que estaba ya 


en curso cuando se incorporó a la UAM (véase apartado 3.1). Desde el 1 de septiembre 


de 2021, las actividades relacionadas con esta línea de investigación se enmarcaron en 


un proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que 


el investigador Ramón y Cajal era co-investigador principal (véase apartado 3.1). En 


relación con esta temática, los principales estudios realizados fueron los siguientes: 


o El desarrollo de métodos no convencionales para el dopaje de láminas delgadas de 
GaAs fabricadas mediante epitaxia de haces químicos. En concreto, se ha demostrado 
que una dilución controlada en H2 de los precursores químicos empleados para el 
dopaje de GaAs con C y Si permite ampliar el rango de concentraciones de estos 
elementos en GaAs sin comprometer, ni la movilidad de los portadores, ni la calidad 
óptica del material. El solicitante fue el director de la publicación derivada de este 
estudio. 


o El estudio de las condiciones óptimas de crecimiento para la fabricación de láminas 
delgadas de GaP1-xNx sobre sustratos de Si(001) sin ningún tipo de desorientación, tal 
y como demanda la industria para la integración monolítica sobre Si de células solares 
y otros tipos de dispositivos optoelectrónicos basados en compuestos III-V, tales como 
emisores de luz y fotodetectores. En este contexto, cabe señalar que se ha 
demostrado la posibilidad de obtener láminas de GaP1-xNx sin separación de fases y 
con superficies con rugosidades cuadráticas medias por debajo de 0.5 nm para valores 
de x de hasta 0.04. Por tanto, el estudio realizado demuestra la posibilidad de obtener 
capas de GaP1-xNx de alta calidad estructural ajustadas en parámetro de red al sustrato 
de Si, pues ello requiere de un valor de x de tan solo 0.021. Los resultados 
relacionados con este estudio fueron publicados y presentados en distintas 
conferencias durante las dos últimas anualidades. El solcitante fue el director de la 
publicación. 


o El análisis de las propiedades ópticas de aleaciones de GaP1-xNx fabricadas sobre 
sustratos de Si(001) mediante epitaxia de haces químicos. En este estudio las 
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propiedades ópticas de dichas aleaciones han sido analizadas mediante 
espectroscopia de luminiscencia y espectroscopia de catodoluminiscencia. Los 
principales resultados obtenidos en relación con este estudio son: (i) 
independientemente del desajuste en parámetro de red con el sustrato, así como de 
las condiciones de crecimiento, la calidad óptica de las muestra se degrada 
progresivamente al aumentar la concentración de N, (ii) a diferencia de lo que se 
reporta en la literatura en relación con muestras fabricadas mediante epitaxia de haces 
moleculares asistida por plasma, se ha encontrado que el material fabricado por 
epitaxia de haces químicos no precisa de un posterior recocido térmico para mejorar su 
calidad óptica, (iii) la demostración de efectos de localización excitónica asociados a la 
formación de clústeres ricos en N, y (iv) la determinación experimental de la constante 
de acoplamiento CNM asociada al modelo “band anti-crossing”, el cual es comúnmente 
empleado para describir la variación del gap de los nitruros diluidos con la 
concentración de N. La mayor parte de estos resultados, presentados en conferencias 
durante las últimas anualidades del contrato RyC (véase apartado 2.2), están 
pendientes de ser publicados. 


o El estudio teórico, mediante el modelo de Kronig-Penney y el método de la matriz de 
transferencia, de la estructura de bandas de superredes cuánticas de periodo corto 
basadas en nitruros diluidos, en particular en aleaciones de (Ga,In)(P,N) o Ga(As,P,N). 
Dichas heteroestructuras se pretenden utilizar, dentro del marco del proyecto del 
Ministerio de Ciencia e Innovación del cual el solicitante ha sido co-investigador 
principal, como material absorbente en células tándem. Estos estudios dieron lugar a 2 
trabajos fin de máster (véase apartado 3.2.3) y están pendientes de ser publicados. 


o La fabricación de las primeras superredes de periodo corto basadas en 
heteroestructuras Ga(P,N)/Ga(As,P) con ajuste en parámetro de red al Si y anchuras 
de gap directo de interés para la fabricación de células de doble y triple-unión en 
combinación con una célula inferior de Si. En concreto las energías de gap obtenidas 
hasta el momento oscilan entre los 1.7 y los 1.9 eV. Estos resultados están pendientes 
de ser publicados.  


 


1.2 CAPTACIÓN DE FONDOS DE INVESTIGACIÓN 


Durante su período como RyC, el solicitante ha dedicado notables esfuerzos a la 


captación de fondos para investigación. A lo largo del contrato RyC el solicitante ha 


realizado un total de 19 solicitudes de proyectos y ayudas a distintas 


administraciones/instituciones públicas, nacionales (Ministerio Ciencia e Innovación, 


Comunidad de Madrid y convocatorias propias de la UAM) y europeas (programas Cost y 


ERC de la Comisión Europea en las convocatorias de 2021 y 2022), y entidades privadas 


(Becas Leonardo del BBVA en las convocatorias de 2019 y 2020, y proyectos de 


investigación de la Fundación Ramón Areces en la convocatoria 2020). Como resultado, 


durante el contrato RyC la financiación total obtenida ha sido de aproximadamente 


260.000,00 €, llegando hasta los 760.000,00 € si se consideran los fondos asignados 


a la acción COST OPERA (ver debajo). Además, la totalidad de los fondos captados 


durante el contrato RyC podría llegar a superar los 3.000.000,00 € en caso de que le 


sea concedido un proyecto ERC-Consolidator solicitado por segunda vez en 2022 


(tras haber alcanzado la fase de la entrevista en la convocatoria de 2021) durante su 


último año como contratado RyC (ver debajo). A continuación, se listan todos los 


fondos captados durante las cuatro primeras anualidades (nota: con la excepción del 
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proyecto ERC-Consolidator que aún está siendo evaluado, todos las ayudas y proyectos 


listados a continuación fueron concedidos).  


o 3 ayudas para la realización de trabajos fin de máster concedidas por la Facultad 
de Ciencias de la UAM en las convocatorias correspondientes a los cursos académicos 
2018-2019, 2019-2020, y 2020-2021. Cuantía: 1.200,00 €, 1.180,00 € y 1.200,00 €, 
respectivamente. 


o Financiación de estancia de investigación en centro extranjero. El investigador 
realizó una estancia de 1 semana en el centro de investigación PDI (Berlín, Alemania). 
La estancia fue parcialmente financiada por dicho centro, el cual cubrió con 510,83 € 
los gastos de transporte y alojamiento. 


o Bolsa de viaje para ponencia en congreso internacional. El investigador consiguió 
una bolsa de viaje para cubrir, parcialmente, los gastos asociados a su ponencia en el 
congreso “20th European Workshop on Molecular Beam Epitaxy”, celebrado en 
Lenggries (Alemania) en 2019. La cuantía de esta ayuda, financiada por la UAM, fue 
de 250,00 €. 


o Contrato de Ayudante de Investigación, por un periodo de 2 años, concedido por la 
Comunidad de Madrid con cargo al Plan de Empleo Juvenil 2020 
(PEJ-2020-AI/IND-18419). Cuantía total de la ayuda: aprox. 45.000,00 €.  
 


o Contrato de Ayudante de Investigación, por un periodo de 2 años, concedido por la 
Comunidad de Madrid con cargo al Plan de Empleo Juvenil de 2021 
(PEJ-2021-AI/IND-22690). Cuantía total de la ayuda: aprox. 45.000,00 €.  


 


o Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (modalidad 
Proyectos I+D+i y Retos Investigación) en calidad de co-investigador principal. Título 
del proyecto: Ingeniería cuántica para la integración de células solares III-V sobre silicio 
(PID2020-114280RB-I00). Duración: 1/09/2021‒31/08/2025. Financiación: 
166.980,00 €. 


 


o Acción COST financiada por la Comisión Europea. Título del proyecto: European 
Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA, CA20116). Duración: 
27/09/2021‒26/09/2025. Financiación: 125.000,00 € para el primer año y hasta 
375.000,00 € para los 3 años restantes. El solicitante forma parte de esta acción en 
calidad de Secondary Proposer, es miembro del comité de gestión de la acción 
representando a España junto a la Dra. Sara Barja (Universidad del País Vasco), y 
líder del programa Short-Term Scientific Missions (STSM). 


o Proyecto ERC-Consolidator solicitado a la Comisión Europea para el desarrollo de 
células tándem basadas en compuestos III-V pseudomórficamente integrados sobre 
células de Si. El proyecto ha superado la fase de Evaluación 1. La entrevista 
asociada a la segunda fase tuvo lugar el 15 de noviembre de 2022 y la resolución 
definitiva se espera conocer antes del 1 de febrero de 2023. El presupuesto solicitado 
para este proyecto de 5 años de duración es de 2.808.686,00 €. 


 


 
1.3 DOCENCIA 
Durante cada una de las cuatro primeras anualidades el solicitante impartió en la UAM 


siempre la máxima carga docente que le permitía su contrato RyC, 80 horas/año. Durante 
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el último año de su contrato RyÇ ha impartido además 20 horas en la UPM. Esto hace un 


total de 340 horas de docencia impartidas hasta la fecha como contratado RyC. 


Durante el contrato RyC el solicitante también ha dirigido o co-dirigido 5 trabajos fin de 


Máster y dirigido 2 trabajos fin de grado. Estos y otros méritos le permitieron obtener 


en 2021 las acreditaciones como Profesor Contratado Doctor y Profesor de 


Universidad Privada por parte de la ANECA. En el apartado 3.2 se detallan todas las 


actividades docentes llevadas a cabo durante el contrato RyC. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







   


 


10 
 


2.- RELACIÓN DE RESULTADOS: PUBLICACIONES, PATENTES Y 


CONTRIBUCIONES A CONGRESOS 


2.1 PUBLICACIONES Y PATENTES  


Desde el inicio de su contrato como RyC, el solicitante ha publicado un total de 18 


artículos en revistas JCR (aprox. 95% publicados en revistas de primer cuartil de 


acuerdo con la base de datos Scimago). De entre los artículos publicados en este periodo, 


el investigador ha sido primer autor de 2 publicaciones y líder del trabajo (firmando 


como último autor) en 9 publicaciones. Durante este tiempo le ha sido además 


reconocida 1 patente europea. Este es el listado, hasta la fecha, de las publicaciones y 


patentes publicadas desde el comienzo del contrato RyC: 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): T. Auzelle, C. Sinito, J. Lähnemann, G. Gao, T. Flissikowski, A. Trampert, S. 
Fernández-Garrido and O. Brandt 


TÍTULO: Interface Recombination in Ga-and N-Polar GaN/(Al,Ga)N Quantum Wells Grown by Molecular Beam 
Epitaxy 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Physical Review Applied 17, 044030  


FECHA PUBLICACIÓN: 2022 
 


AUTORES/AS (p.o. de firma): R. Volkov, N. I. Borgardt, O. V. Konovalov, S. Fernández-Garrido, O. Brandt 
and V. M. Kaganer 


TÍTULO: Cross-sectional shape evolution of GaN nanowires during molecular beam epitaxy growth on Si(111) 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Nanoscale Advances 4, 562   


FECHA PUBLICACIÓN: 2022 
 


AUTORES/AS (p.o. de firma): K. B. Saddik, B. J. García and S. Fernández-Garrido 


TÍTULO: A growth diagram for chemical beam epitaxy of GaP1-xNx alloys on nominally-oriented GaP-on-Si 


substrates 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: APL Materials 9, 121101    


FECHA PUBLICACIÓN: 2021 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): K. B. Saddik, A. F. Braña, N. López, B. J. García and S. Fernández-Garrido 


TÍTULO: Growth of silicon- and carbon-doped GaAs by chemical beam epitaxy using H2-diluted DTBSi and 


CBr4 precursors 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Journal of Crystal Growth 571, 126242  


FECHA PUBLICACIÓN: 2021 
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AUTORES/AS (p.o. de firma): T. Auzelle, M. Azadmand, T. Flissikowski, M. Ramsteiner, K. Morgenroth, C. 


Stemmler, S. Fernández-Garrido, S. Sanguinetti, H. T. Grahn, L. Geelhaar, and O. Brandt  


TÍTULO: Enhanced radiative efficiency in GaN nanowires grown on sputtered TiNx 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: ACS Photonics 8, 1718    


FECHA PUBLICACIÓN: 2021 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): T. Auzelle, F. Ullrich, S. Hietzschold, C. Sinito, S. Brackmann, W. Kowalsky, E. 
Mankel, O. Brandt, R. Lovrincic, and S. Fernández-Garrido  


TÍTULO: External Control of GaN Band Bending Using Phosphonate Self-Assembled Monolayers 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: ACS Applied Materials & Interfaces 13, 4626   


FECHA PUBLICACIÓN: 2021 
 


AUTORES/AS (p.o. de firma): V. M. Kaganer, O. V. Konovalov and S. Fernández-Garrido  


TÍTULO: Small-angle X-ray scattering from GaN nanowires on Si(111): facet truncation rods, facet roughness 


and Porod's law  


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Acta Crystallographica A77, 42    


FECHA PUBLICACIÓN: 2021 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): S. Fernández-Garrido, C. Pisador, J. Lähnemann, S. Lazić, A. Ruiz, and A. 


Redondo-Cubero  


TÍTULO: Coalescence, crystallographic orientation and luminescence of ZnO nanowires grown on Si (001) by 


chemical vapour transport 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Nanotechnology 31, 475603         


FECHA PUBLICACIÓN: 2020 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): G. Calabrese, D. van Treeck V. M. Kaganer O. Konovalov, P. Corfdir, C. Sinito, 


L. Geelhaar, O. Brandt, S. Fernández-Garrido 


TÍTULO: Radius-Dependent Homogeneous Strain in Uncoalesced GaN Nanowires 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Acta Materialia 195, 87     


FECHA PUBLICACIÓN: 2020 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): D. van Treeck, S. Fernández-Garrido and L. Geelhaar  


TÍTULO: Influence of the source arrangement on shell growth around GaN nanowires in molecular beam 


epitaxy 
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REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Physical Review Materials 4, 013404     


FECHA PUBLICACIÓN: 2020 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): S. Fernández-Garrido, T. Auzelle, J. Lähnemann, K. Wimmer, A. Tahraoui and 


O. Brandt 


TÍTULO: Top-down fabrication of ordered arrays of GaN nanowires by selective area sublimation 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Nanoscale Advances 1, 1893    


FECHA PUBLICACIÓN: 2019 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): T. Auzelle, F. Ullrich, S. Hietzschold, S. Brackmann, S. Hillebrandt, W. 


Kowalsky, E. Mankel, R. Lovrincic, and S. Fernández-Garrido 


TÍTULO: Electronic properties of air-exposed GaN(1-100) and (0001) surfaces after several device processing 


compatible cleaning steps 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Applied Surface Science 495, 143514   


FECHA PUBLICACIÓN: 2019 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): T. Auzelle, G. Calabrese, and S. Fernández-Garrido 


TÍTULO: Tuning the orientation of the top-facets of GaN nanowires in molecular beam epitaxy by thermal 


decomposition 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Physical Review Materials 3, 013402   


FECHA PUBLICACIÓN: 2019 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): C. Sinito, P. Corfdir, C. Pfüller, G. Gao, J. Bartolomé, S. Kölling, A. Rodil 


Doblado, U. Jahn, J. Lähnemann, T. Auzelle, J.K. Zettler, T. Flissikowski, P. Koenraad, H.T. Grahn, L. 


Geelhaar, S. Fernández-Garrido, and O Brandt 


TÍTULO: Absence of Quantum-Confined Stark Effect in GaN Quantum Disks Embedded in (Al,Ga)N 


Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Nano Letters 19, 5938  


FECHA PUBLICACIÓN: 2019 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): G. Calabrese, G. Gao, D. van Treeck, P. Corfdir, C. Sinito, T. Auzelle, A. 
Trampert, L. Geelhaar, O. Brandt, and S. Fernández-Garrido 


TÍTULO: Interfacial reactions during the molecular beam epitaxy of GaN nanowires on Ti/Al2O3                                                                               


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Nanotechnology 30, 114001      


FECHA PUBLICACIÓN: 2019 
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AUTORES/AS (p.o. de firma): J.H. Buß, S. Fernández-Garrido, O. Brandt, D. Hägele and J. Rudolph 


TÍTULO: Electron spin dynamics in mesoscopic GaN nanowires 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Applied Physics Letters 114, 092406  


FECHA PUBLICACIÓN: 2019 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): M. Sobanska, Z. R. Zytkiewicz, G. Calabrese, L. Geelhaar, and S. 


Fernández-Garrido 


TÍTULO: Comprehensive analysis of the self-assembled formation of GaN nanowires on amorphous AlxOy: in 


situ quadrupole mass spectrometry studies 


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: Nanotechnology 30, 154002    


FECHA PUBLICACIÓN: 2019 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): P. Corfdir, G. Calabrese, A. Laha, T. Auzelle, L. Geelhaar, O. Brandt, and S. 


Fernández-Garrido 


TÍTULO: Monitoring the formation of GaN nanowires in molecular beam epitaxy by polarization-resolved 


optical reflectometry  


REF. REVISTA/LIBRO/CAPÍTULO: CrystEngComm 20, 3202      


FECHA PUBLICACIÓN: 2018 


 


TÍTULO PATENTE: Semiconductor device with at least one functional element containing multiple active 


regions, and method of manufacturing thereof (EP3756227B1) 


INVENTORES: David van Treeck, Sergio Fernández Garrido and Ryan Lewis 


FECHA DE CONCESIÓN: 29.09.2021 


TIPO (NACIONAL/EUROPEA /POR EL TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES-PCT-): EUROPEA Y 


PCT 


 


2.2 CONTRIBUCIONES A CONGRESOS 


Durante el contrato RyC el solicitante ha sido co-autor hasta al momento de un total de 23 


contribuciones a congresos. De entre estas contribuciones, el solicitante ha sido quien 


ha presentado el trabajo en 7 ocasiones (2 presentaciones como orador invitado, 4 


presentaciones orales y una presentación tipo póster). En los siguientes apartados se 


detallan todas las contribuciones. 
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2.2.1 CONTRIBUCIONES A CONGRESOS COMO ORADOR INVITADO 


 


TÍTULO: Molecular Beam Epitaxy of GaN Nanowires on Nonconventional Substrates 


AUTORES: S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: GDR, CNRS Pulse 


LUGAR Y AÑO: Clermont-Ferrand, Francia (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral invitada  


 


TÍTULO: Bottom-up and Top-down Fabrication of GaN Nanowires in Molecular Beam Epitaxy 


AUTORES: S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: Nano M&D: Fabrication, Properties, and Applications of Nano-materials and Nano-Devices 


Nano-Materials and Nano-Devices 


LUGAR Y AÑO: Paestum, Italia (2019)  


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral invitada 


 


2.2.2 CONTRIBUCIONES A CONGRESOS EN FORMATO ORAL O PÓSTER  


 


TÍTULO: Luminescence properties of GaP1-xNx alloys grown on nominally (001)-oriented GaP-on-Si substrates 


by chemical beam epitaxy 


AUTORES: K. Ben Saddik, P. Álamo, J. Lähnemann, R. Volkov, N. I. Borgardt, T. Flissikowski, O.Brandt, B. J. 


García, and S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: Compound Semiconductor Week 


LUGAR Y AÑO: AnnArbor, Michigan, Estados Unidos (2022) (hybrid format) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral 


 


TÍTULO: Chemical vapour transport of ZnO nanowires on Si(001): coalescence, crystallographic orientation 


and luminescence properties 


AUTORES: S. Fernández-Garrido, C. Pisador, J. Lähnemann, S. Lazić, A. Ruiz and A. Redondo-Cubero 


CONGRESO: Compound Semiconductor Week 


LUGAR Y AÑO: Online (2021) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral  
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TÍTULO: Chemical beam epitaxy of GaP1-xNx on nominal GaP/Si(001) 


AUTORES: K. B. Saddik, R. L. Volkov, J. Lähnemann, J. Grandal, M. Pérez-Cerdán, N. I. Borgardt, B. J. 


García and S. Fernández-Garrido  


CONGRESO: Compound Semiconductor Week 


LUGAR Y AÑO: Online (2021) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral 


 


TÍTULO: Coalescence, crystallographic orientation and luminescence of ZnO nanowires grown on Si(001) by 


chemical vapour transport 


AUTORES: S. Fernández-Garrido, C. Pisador, J. Lähnemann, S. Lazić, A. Ruiz, and A. Redondo-Cubero  


CONGRESO: Spanish Conference on Electron Devices  


LUGAR Y AÑO: Online (2021) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster 


 


TÍTULO: Top-down fabrication of ordered arrays of GaN nanowires by selective area sublimation 


AUTORES: S. Fernández-Garrido, T. Auzelle, J. Lähnemann, K. Wimmer, A.Tahraoui, and O. Brandt 


CONGRESO: The 20th European Workshop on Molecular Beam Epitaxy 


LUGAR Y AÑO: Lenggries, Alemania (2019).  


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral 


 


 


2.2.3 OTRAS CONTRIBUCIONES A CONGRESOS DE LAS QUE HA SIDO CO-AUTOR 


 


TÍTULO: Growth modes and chemical phase separation in GaP1-xNx layers grown by chemical beam epitaxy 


on nominally (001)-oriented GaP-on-Si  


AUTORES: K. Ben Saddik, R. Volkov, J. Lähnemann, J. Grandal, N. Borgardt, B. J. García, and                      


S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: MRS, Spring Meeting 


LUGAR Y AÑO: Online (2022) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster 
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TÍTULO: Enhanced radiative efficiency in GaN nanowires grown on sputtered TiNx 


AUTORES: T. Auzelle, M. Azadmand, T. Flissikowski, M. Ramsteiner, K. Morgenroth, C. Stemmler,               


S. Fernández-Garrido, S. Sanguinetti, H. T. Grahn, L. Geelhaar, and O. Brandt1 


CONGRESO: Nanowire Week 2022 


LUGAR Y AÑO: Chamonix, Francia (2022) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral invitada  


 


TÍTULO: Enhanced radiative efficiency in GaN nanowires grown on sputtered TiNx 


AUTORES: T. Auzelle, M. Azadmand, T. Flissikowski, M. Ramsteiner, K. Morgenroth, C. Stemmler,                   


S. Fernández-Garrido, S. Sanguinetti, H. T. Grahn, L. Geelhaar, and O. Brandt1 


CONGRESO: SemiconNano 2021 


LUGAR Y AÑO: Milano, Italia (2021). 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral invitada  


 


TÍTULO: Luminescence of GaP1-xNx layers grown on nominally (001)-oriented Si substrates 


AUTORES: P. Álamo, K. Ben Saddik, B. J.García, and S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: Young Researchers Meeting, Instituto Nicolás Cabrera 


LUGAR Y AÑO: Miraflores de la Sierra, Madrid (2021). 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster  


 


TÍTULO: Chemical beam epitaxy of GaP1-xNx alloys and GaP1-xNx/GaP1-yAsy short-period superlattices on 


nominally (001)-oriented GaP-on-Si substrates 


AUTORES: K. Ben Saddik, R. Volkov, J. Lähnemann, J. Grandal, N. Borgardt, B. J. García and                       


S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: 21st International Conference on Molecular Beam Epitaxy 


LUGAR Y AÑO: Online (2021). 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral 


 


TÍTULO: Luminescence of GaP1-xNx grown by chemical beam epitaxy: correlation with growth conditions 


AUTORES: K. B. Saddik, J. Lähnemann, M. Pérez-Cerdán, M. Ángela Pampillón, J. Grandal, B. Javier García, 


and S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: Spanish Conference on Electron Devices 


LUGAR Y AÑO: Online (2021). 
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TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster  


 


TÍTULO: Chemical beam epitaxy of GaP1-xNx for the integration of III-V solar cells and light-emitting devices on 


Si(001) 


AUTORES: K. B. Saddik, J. Grandal, B. Javier García and S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: Spanish Conference on Electron Devices 


LUGAR Y AÑO: Online (2021). 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster  


 


TÍTULO: GaAs doping by Chemical Beam Epitaxy using CBr4 and Ditertiarybutylsilane as gaseous precursors 


AUTORES: K. Ben Saddik, A. F. Braña, S. Fernández-Garrido, M. J. Hernández, A. Díaz-Lobo, N. López and 


B. J. García 


CONGRESO: The 20th European Workshop on Molecular Beam Epitaxy  


LUGAR Y AÑO: Lenggries, Alemania (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster  


 


TÍTULO: Directly sputtered refractory TiNx films as substrates for high-quality GaN nanowires 


AUTORES: T. Auzelle, M. Azadmand, T. Flissikowski, M. Ramsteiner, K. Morgenroth, C. Stemmler, S. 


Fernández-Garrido, S. Sanguinetti, H. T. Grahn, L. Geelhaar and O. Brandt 


CONGRESO: The 20th European Workshop on Molecular Beam Epitaxy 


LUGAR Y AÑO: Lenggries, Alemania (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster 


 


TÍTULO: External Control of the Band Bending at GaN(1100) Surfaces Using Phosphanate Self-assembled 


Monolayers  


AUTORES: T. Auzelle, F. Ullrich, S. Hietzschold, C. Sinito, S. Brackmann, E. Mankel, W. Kowalsky, O. Brandt, 


R. Lovrincic, and S. Fernández-Garrido 


CONGRESO: 13th International Conference on Nitride Semiconductors 


LUGAR Y AÑO: Washington, EEUU (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral  


 


TÍTULO: Constituents of the growth of GaN nanowire arrays: nucleation, radius self-regulation,height 


self-equilibration, bundling, elastic and plastic relaxation 


AUTORES: V. Kaganer, S. Fernández-Garrido, K. Sabelfeld, D. van Treeck, L. Geelhaar and O. Brandt  
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CONGRESO: Mechanisms and non-linear problems of nucleation and growth of crystals and thin films  


LUGAR Y AÑO: Saint-Petersburg, Rusia (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral  


 


TÍTULO: Directly sputtered refractory TiNx films as substrates for high-quality GaN and AlN nanowire 


ensembles  


AUTORES: T. Auzelle, M. Azadmand, J. Lähnemann, T. Flissikowski, M. Ramsteiner, K. Morgenroth, C. 


Stemmler, S. Fernández-Garrido, S. Sanguinetti, H. T. Grahn, L. Geelhaar and O. Brandt 


CONGRESO: PDI Topical Workshop on Epitaxial III-Nitride Semiconductor Nanowires 


LUGAR Y AÑO: Berlin, Alemania (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral  


 


TÍTULO: Circumferential and One-sided (In,Ga)N Shells on GaN Nanowires: From Self-assembled to Ordered 


Arrays 


AUTORES: J. Lähnemann,* D. van Treeck, S. Fernández-Garrido, T. Auzelle, K. Wimmer, A. Tahraoui, O. 


Brandt, and L. Geelhaar 


CONGRESO: PDI Topical Workshop on Epitaxial III-Nitride Semiconductor Nanowires 


LUGAR Y AÑO: Berlin, Alemania (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Oral  


 


TÍTULO: Circumferential and One-sided (In,Ga)N Shells on GaN Nanowires: From Self-assembled to Ordered 


Arrays 


AUTORES: J. Lähnemann, D. van Treeck, O. Brandt, S. Fernández-Garrido, L. Geelhaar  


CONGRESO: Nanowire Week 2019 


LUGAR Y AÑO: Pisa, Italia (2019) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster  


 


TÍTULO: Chemical Beam Epitaxy growth of phosphide layers on Silicon 


AUTORES: K. Ben Saddik, A. Diaz-Lobo, S. Fernández-Garrido, M. J. Hernández, A.F. Braña, N.López and B. 


J. García 


CONGRESO: 12th Spanish Conference on Electron Devices 


LUGAR Y AÑO: Salamanca, España (2018) 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster  
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TÍTULO: Chemical beam epitaxy growth of phosphide layers on silicon 


AUTORES: K. Ben Saddik, A. Diaz-Lobo, S. Fernández-Garrido, M. J. Hernández, A.F. Braña, N. López and 


B. J. García 


CONGRESO: Young Researchers Meeting, Instituto Nicolás Cabrera 


LUGAR Y AÑO: Miraflores de la Sierra, Madrid (2018). 


TIPO DE CONTRIBUCIÓN: Póster  
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3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE I+D 
 


 


3.1 PARTICIPACÍON EN PROYECTOS DE I+D 


Durante el contrato RyC el solicitante ha participado o participa en un total de 5 proyectos de investigación, 
los cuales se detallan a continuación: 
 


TÍTULO DEL PROYECTO: COST Action, European Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA, 


CA20116) 


ENTIDAD FINANCIADORA: European Commission in Science and Technology 


FINANCIACIÓN (€): Hasta 500.000,00  


DURACIÓN,  DESDE: 27/09/2021  HASTA: 26/09/2025 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Secondary Proposer, Management Commitee Member representing Spain, and 


leader of the Short-Term Scientific Mission program. 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto coordinado de Comunicaciones Cuánticas: Comunidad de Madrid 


(C220920B050) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad Autónoma de Madrid 


FINANCIACIÓN PARA ISOM (€): 1.811.000,00 


DURACIÓN,  DESDE: 19/11/2022  HASTA: 31/03/2025 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador. 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Los puntos cuánticos semiconductores III-V como emisores de fotones 


individuales para comunicaciones cuánticas (FOTONGUN, M190020074ZG) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad Autónoma de Madrid  


FINANCIACIÓN (€): 40.000,00 


DURACIÓN,  DESDE: 1/07/2022  HASTA: 30/06/2024 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador. 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Ingeniería cuántica para la integración de células solares III-V sobre silicio 


(PID2020-114280RB-I00) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 


FINANCIACIÓN (€): 166.980,00 


DURACIÓN,  DESDE:1/09/2021  HASTA: 31/08/2025 
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TIPO DE PARTICIPACÓN: Investigador principal  


*El solicitante solicitó la baja en este proyecto a partir del 1 de Julio de 2022 debido a su traslado a la UPM. 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Integración de semiconductores III-V sobre Si para aplicaciones electrónicas y 


fotovoltaicas (TEC2016-78433-R) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 


FINANCIACIÓN (€): 205.700,00 


DURACIÓN,  DESDE:30/12/2016  HASTA: 29/12/2020 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador 


*El investigador se unió a este proyecto el cual estaba ya en vigor a su llegada a la Universidad Autónoma 


de Madrid. 


 


 


3.2 ACTIVIDAD DOCENTE 


Durante el contrato RyC el solicitante ha impartido un total de 340 horas de docencia 


distribuidas entre asignaturas de teoría, prácticas de laboratorio y actividades de 


innovación docente. Esta docencia la ha impartido en programas de Máster y Grado de la 


Facultad de Ciencias y la Escuela Superior de Informática de la UAM, y el Grado de 


Ingeniería de Materiales de la UPM. Durante este período ha dirigido o co-dirigido 2 


trabajos fin de grado y 5 trabajos fin de máster. Su actividad docente se ha 


complementado con la participación en tribunales de tesis doctorales y la realización 


de cursos de formación docente. A continuación, se detallan todas estas actividades. 


3.2.1 RELACIÓN DE DOCENCIA IMPARTIDA 


 


ASIGNATURA: Electricidad y magnetismo (Grado). En esta asignatura del Grado en Ingeniería 
de Materiales de la UPM ha participado en un programa de innovación docente supervisando en 
el laboratorio 8 grupos con cuatro alumnos cada uno. 
 
CURSOS ACADÉMICOS IMPARTIDOS: 2022-2023. 
  
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 20 horas.  
 
CENTRO: Universidad Politécnica de Madrid 


 


ASIGNATURA: Nanodispositivos (Posgrado). En esta asignatura teórica del máster de Materiales 
Avanzados, Nanotecnología y Fotónica de la UAM ha impartido 10 horas/curso de teoría 
dedicadas a explicar la física de los materiales semiconductores.  
 
CURSOS ACADÉMICOS IMPARTIDOS: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 
  
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 40 horas.  
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CENTRO: Universidad Autónoma de Madrid  


 


ASIGNATURA: Laboratorio de Circuitos Electrónicos (Grado). En cada curso académico, ha 
estado a cargo de dos grupos de laboratorio de la signatura Circuitos Electrónicos, perteneciente 
al grado en Ingeniería Informática de la UAM. La carga docente asociada son 20 horas por curso 
y grupo. 
 
CURSOS ACADÉMICOS IMPARTIDOS: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.  
 
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 160 horas.   
 
CENTRO: Universidad Autónoma de Madrid  


 


ASIGNATURA: Técnicas Experimentales III (Grado). Ha impartido esta asignatura perteneciente 
al grado en Ciencias Físicas de la UAM durante dos cursos académicos. La carga docente 
asociada a esta asignatura son 30/horas por curso. 
 
CURSOS ACADÉMICOS IMPARTIDOS: 2018-2019 y 2019-2020.  
 
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 60 horas.   
 
CENTRO: Universidad Autónoma de Madrid  


 


ASIGNATURA: Laboratorio de Electrónica (Grado). Ha impartido esta asignatura perteneciente al 
grado en Ciencias Físicas de la UAM durante un curso académico. La carga docente asociada a 
esta asignatura son 30/horas por curso. 
 
CURSOS ACADÉMICOS IMPARTIDOS: 2020-2021 y 2021-2022.  
 
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 60 horas. 
 
CENTRO: Universidad Autónoma de Madrid  


  


  


3.2.2 TRABAJOS FIN DE GRADO DIRIGIDOS 


 


TÍTULO DEL TRABAJO: Análisis de superficies mediante difracción de electrones reflejados de alta energía 


(RHEED) 


ESTUDIANTE: Alba Ordóñez Rodríguez 


DIRECTORES: Sergio Fernández Garrido  


UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 


  AÑO DEFENSA: 2020 
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TÍTULO DEL TRABAJO: Análisis de superficies y nanostructuras mediante difracción de electrones 


reflejados de alta energía 


ESTUDIANTE: Beatriz Herrero Badorrey 


DIRECTORES: Sergio Fernández Garrido  


UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 


  AÑO DEFENSA: 2019  


 


3.2.3 TRABAJOS FIN DE MÁSTER DIRIGIDOS 


 


TÍTULO DEL TRABAJO: Simulación y análisis de superredes cuánticas de aleaciones de Ga(As,P,N) y 


Ga(In,P,N) para la integración monolítica de células fotovoltaicas III-V sobre sustratos de Si 


ESTUDIANTE: José Carlos Picón Martínez 


DIRECTORES: Sergio Fernández Garrido y Basilio Javier García 


UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 


FECHA DE DEFENSA: 2021  
 


TÍTULO DEL TRABAJO: Modelling of dilute nitride superlattices for third generation solar cells on silicon 


substrates 


ESTUDIANTE: Carlos Macías Díaz 


DIRECTORES: Sergio Fernández Garrido y Alejandro Francisco Braña de Cal  


UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 


FECHA DE DEFENSA: 2020  


 


TÍTULO DEL TRABAJO: Cristales coloidales autoensamblados formados por nanoesferas de poliestireno 


sobre silicio 


ESTUDIANTE: Mikel Gómez Ruiz 


DIRECTORES: Sergio Fernández Garrido y Andrés Redondo Cubero 


UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 


FECHA DE DEFENSA: 2020 
 


TÍTULO DEL TRABAJO: Caracterización morfológica, estructural y óptica de nanohilos de ZnO sintetizados 


mediante transporte químico en fase vapor 


ESTUDIANTE: Carlos Pisador Cañibano  
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DIRECTORES: Sergio Fernández Garrido y Andrés Redondo Cubero 


UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 


  FECHA DE DEFENSA: 2019  


 


TÍTULO DEL TRABAJO: Gallium arsenide nanowires grown by chemical beam epitaxy: morphological and 


structural characterization 


ESTUDIANTE: Víctor Orejuela Sánchez 


DIRECTORES: Sergio Fernández Garrido 


UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 


  FECHA DE DEFENSA: 2019  


 


3.2.4 PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES 


Durante el contrato RyC el solicitante ha formado parte como secretario de los tribunales 
de las siguientes tesis doctorales:  
 
o Título: “Vidrio de superespines de nanocristales de Co en multicapas Co/Ag crecidas 


por MBE”. Defendida por Enrique Navarro Ramírez en 2019. Universidad Autónoma de 
Madrid.  


 
o Título: “'Structures based on GaAs(Sb)(N) semiconductor alloys for high efficiency 


multi-junction solar cells”. Defendida por Alicia Gonzalo Martín en 2019. Universidad 
Politécnica de Madrid.  


 


3.2.5 CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE 


Durante el contrato RyC el solicitante ha realizado los siguientes cursos de formación 


docente en la UAM: 


o Aprendizaje basado en proyectos (0,5 créditos). 
o La proyección de la voz: uso y cuidado de la voz en el aula (1 crédito). 
o Presentaciones de éxito: exposición eficaz en el aula (1 crédito). 
 


3.2.6 IMPARTICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS 


Seminarios impartidos 


Durante su periodo como RyC, el investigador ha impartido los siguientes seminarios:  


1. S. Fernández-Garrido, “A trip back to the origin”. Seminario del Instituto de Sistemas 
Optoelectrónicos y Microtecnología, Universidad Politécnica de Madrid (2022). 


2. S. Fernández-Garrido, “Self-assembled formation of GaN nanowires in molecular 
beam epitaxy”. Seminario del Departamento de Física Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid (2018). 
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3. S. Fernández-Garrido, T. Auzelle, J. Lähnemann, K. Wimmer, A. Tahraoui, and O. 
Brandt, “Top-down fabrication of ordered arrays of GaN nanowires by selective area 
sublimation”. Seminario del Grupo de Electrónica y Semiconductores del 
Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid (2019). 


 


Organización de seminarios 


Durante su periodo como investigador RyC en la UAM se encargó temporalmente de la 


organización de los seminarios del grupo de Electrónica y Semiconductores del 


Departamento de Física Aplicada. 
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4.- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS COMO CONTRATADO RyC 


 


4.1 ESTANCIAS EN OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 


Durante el contrato RyC el solicitante realizó una estancia de 1 semana en su anterior 


centro de investigación, Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), en junio de 


2019. La estancia, mayoritariamente financiada por dicho centro de investigación, tuvo los 


siguientes objetivos: 


o Facilitar la puesta en común y el análisis de los resultados asociados a numerosos 
experimentos iniciados por el investigador antes de que diera comienzo su contrato 
RyC. 


o La realización conjunta de nuevos experimentos mediante la utilización de técnicas 
experimentales a las que el solicitante no tenía acceso durante su etapa en la UAM, 
tales como la espectroscopia de catodoluminiscencia o el análisis de superficies 
mediante microscopía de fuerzas atómicas. 


o La identificación de posibles líneas de colaboración que permitieran potenciar y 
fortalecer las relaciones entre el PDI y el grupo de investigación del solicitante. 


 


4.2 COLABORACIONES Y CREACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN  


Durante el contrato RyC, el solicitante ha creado y mantenido numerosas colaboraciones 


científicas con centros de investigación nacionales y extranjeros. Las colaboraciones más 


destacadas son las siguientes: 


 


INSTITUCIÓN: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (Berlin, Alemania) 


OBJETO DE LA COLABORACIÓN: Desarrollo y estudio de nanohilos de GaN para 


aplicaciones optoelectrónicas / Análisis de nitruros diluidos mediante: espectroscopia de 


catodoluminiscencia, espectroscopia de luminiscencia resuelta en tiempo, 


espectroscopia de rayos x dispersiva en energía y difracción de electrones 


retro-proyectados. 


INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA COLABORACIÓN: Sergio Fernández Garrido. 


COLABORADORES: Jonas Lähnemman, Thomas Auzelle, Vladimir Kaganer, Lutz 


Geelhaar y Oliver Brandt. 


PERIODO DE COLOBARACIÓN: 2018-presente. 


 


INSTITUCIÓN: National Research University of Electronic Technology (Moscú, Rusia) 


OBJETO DE LA COLABORACIÓN: Análisis de láminas delgadas y heteroestructuras 


basadas en nitruros diluidos mediante técnicas de microscopia de transmisión 


electrónica.  


INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA COLABORACIÓN: Sergio Fernández Garrido. 
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COLABORADORES: Roman Volkov y Nikolai I. Borgardt. 


PERIODO DE COLOBARACIÓN: 2020-2022. 


*Esta colaboración ha sido interrumpida a raíz de la invasión rusa de Ucrania. 


 


INSTITUCIÓN: Universitat Politècnica de València  


OBJETO DE LA COLABORACIÓN: Desarrollo de nanocavidades fotónicas basadas en 


GaP sobre sustratos de Si(001). 


INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA COLABORACIÓN: Sergio Fernández Garrido. 


COLABORADORES: Víctor Jesús Gómez Hernández y Alejandro José Martínez Abietar.  


PERIODO DE COLOBARACIÓN: 2020-presente. 


 


INSTITUCIÓN: Universidad de Valladolid 


OBJETO DE LA COLABORACIÓN: Caracterización de dispositivos basados en nitruros 


diluidos mediante espectroscopia de electroluminiscencia, así como corrientes inducidas 


por haces de luz y electrones.  


INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA COLABORACIÓN: Sergio Fernández Garrido. 


COLABORADORES: Jorge Serrano, Oscar Martínez Sacristán y Juan Ignacio Jiménez 


López. 


PERIODO DE COLOBARACIÓN: En estado de iniciación (los colaboradores han su 


apoyo al solicitante de cara a la solicitud del proyecto ERC-Consolidator solicitado en la 


convocatoria 2022). 


 


INSTITUCIÓN: Departamento de Física de Materiales de la UAM 


OBJETO DE LA COLABORACIÓN: Análisis de nanohilos de ZnO mediante medidas de 


espectroscopia de luminiscencia en el rango ultravioleta. 


INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA COLABORACIÓN: Sergio Fernández Garrido. 


COLABORADORES: Snezana Lazić. 


PERIODO DE COLOBARACIÓN: 2020-2022. 


 


INSTITUCIÓN: Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC 


OBJETO DE LA COLABORACIÓN: Colaboración dentro del marco del proyecto 


“Integración de semiconductores III-V sobre Si para aplicaciones electrónicas y 


fotovoltaicas (TEC2016-78433-R)”. 


INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA COLABORACIÓN: B. J. García Carretero. 
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COLABORADORES: Paloma Tejedor Jorge. 


PERIODO DE COLOBARACIÓN: 2018-2021. 


 


Respecto a la creación de redes de investigación, durante el contrato RyC, el solicitante 


se marcó entre sus objetivos la creación de una red nacional de fabricación y 


caracterización de materiales epitaxiales para la solicitud de la acción COST European 


Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA, CA20116). Para la solicitud de 


este proyecto, el solicitante recabó el apoyo de más de 20 centros de investigación y 


universidades españolas entre los que se incluyen: el laboratorio de Física de Superficies 


del IMDEA, el Centro de Microanálisis de Materiales de Madrid (CMAM), los institutos de 


Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) y Energía Solar (IES) de la 


Universidad Politécnica de Madrid, los institutos Rocasolano, Micro- y Nanotecnología 


(IMN), Ciencia de Materiales de Madrid y Barcelona (ICMM, ICMB) y Microelectrónica de 


Barcelona (IMB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro del 


Física de Materiales (CFM) también del CSIC, el Instituto Catalán de Investigación en 


Energía (IREC), el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), y las 


universidades de Vigo, Compostela, Zaragoza, Rovira i Virgili, Barcelona, Cádiz, 


Valladolid, Valencia, Murcia, Carlos III, Autónoma y Complutense de Madrid. La citada 


acción COST fue concedida en 2021 y el solicitante forma parte activamente del proyecto 


en calidad de Secondary Proposer, miembro del comité de gestión (representando a 


España junto a la Dra. Sara Barja de la Universidad del País Vasco), y líder del programa 


Short-Term Scientific Missions.  


 


4.3 EVALUACION DE PROYECTOS Y REVISÓN DE ARTICULOS CIENTÍFICOS 


Durante el contrato RyC, el solicitante ha ejercido como evaluador externo en 2022 de la 


convocatoria francesa AAPG 2022 de la National Research Agency (ANR), y en 2020 de 


la convocatoria de proyectos de Arabia Saudí Competitive Research Grants otorgados por 


por King Abdullah University of Science & Technology (KAUST). Además, ha servido 


como revisor para las revistas científicas: Advanced Functional Materials, Small, Journal 


of Crystal Growth, Applied Physics Letters, y Crystal Growth & Design. 


 


4.3 CARGOS DE GESTIÓN 


Durante el contrato RyC, el solicitante fue representante del personal docente e 
investigador no permanente en la comisión docente del Departamento de Física Aplicada 
de la UAM desde 19 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. 
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Memoria de la actividad                 


investigadora prevista 


 


 


INVESTIGADOR: Sergio Fernández Garrido 


REFERENCIA: RYC-2016-19509 


AÑO DE CONVOCATORIA: 2016  


 


FECHA DE INCORPORACIÓN: 1 de abril de 2018 a la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) con posterior traslado a la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) el 1 de Julio de 2022 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA PREVISTA  


La actividad investigadora prevista y aquí descrita se seguirá llevando a cabo en el centro 


donde el solicitante disfruta de la última anualidad de su contrato Ramón y Cajal (RyC), el 


Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) de la Universidad 


Politécnica de Madrid (UPM). El solicitante seguirá formando parte del Grupo de 


Semiconductores GDS-UPM, dirigido por el Prof. Adrian Hierro.  


1.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 


Las líneas de investigación, todas ellas centradas en la síntesis y estudio de materiales 


con funcionalidad eléctrica, magnética, óptica o térmica, y en particular para el desarrollo 


de sistemas de comunicaciones cuánticas y generación de energía solar fotovoltaica, 


serán las siguientes: 


1.1.1. Síntesis y análisis de nanohilos semiconductores para la fabricación de 


emisores de fotones individuales. Se estudiará tanto las síntesis, mediante epitaxia de 


haces moleculares asistida por plasma, como las propiedades físicas de nanohilos 


basados en dos familias distintas de semiconductores compuestos, III-N y III-(As,Sb), con 


el objetivo de emplear estas nanoestructuras para la fabricación de emisores de fotones 


individuales con diferentes longitudes de onda sobre sustratos de silicio (aprovechando la 


no formación/propagación de dislocaciones en los nanohilos debido a su elevada relación 


de aspecto) mediante la inserción de puntos cuánticos a lo largo del eje longitudinal de los 


nanohilos. En ambos casos, los nanohilos serán sintetizados mediante epitaxia de haces 


moleculares. Los mecanismos empleados para su síntesis dependerán, sin embargo, del 


material considerado. Mientras que los nanohilos de III-N serán formados de manera 


autoensamblada o mediante crecimiento selectivo empleando procesos de sublimación 


térmica para reducir el diámetro de los nanohilos si fuera necesario (explotando una 


patente europea de la que el solicitante es co-inventor 1 ), los de III-(As,Sb) serán 


fabricados mediante el método vapor-líquido-solido empleando una gota metálica a modo 


de catalizador. Las nanostructuras fabricadas serán analizadas, tanto en el ISOM, 


mediante espectroscopia de fotoluminiscencia, espectroscopia de catodoluminiscencia, 


difracción de rayos x y microscopia de barrido electrónico, como con la ayuda de las 


colaboraciones externas mantenidas o creadas por el solicitante durante el contrato RyC 


(véase, “Memoria de la actividad investigadora realizada como contratado Ramón y 


Cajal”). La calidad de la luz emitida por los puntos cuánticos será analizada en el ISOM 


(de montarse los interferómetros necesarios próximamente) o a través de colaboradores 


externos empleando interferómetros Hanbury-Brown and Twiss (HBT) y Hong-Ou-Mandel 


(HOM). 


1.1.2. Síntesis y análisis de puntos cuánticos embebidos en láminas delgadas para 


el desarrollo de emisores de fotones individuales. Como alternativa al desarrollo de 


emisores individuales insertando puntos cuánticos en nanohilos de compuestos III-N y 


III-(As,Sb), se estudiará también la síntesis, mediante epitaxia de haces moleculares 


 
1PCT patent: Quantum dot-based light source, in particular for single-photon emission and a method for its 


production. Inventors: O. Brandt, S. Fernández-Garrido, L. Geelhaar; O. Marquardt and J. K. Zettler. Entity 


holder of rights: Forschungs-verbund Berlin e.V. Nº of application: 16774857.3. Nº of patent: EP3365922 B1. 


Registered on 28/09/2016 and granted by European patent office on 29/08/2018. 
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asistida por plasma, de puntos cuánticos de III-N y III-(As,Sb) embebidos en láminas 


delgadas. Los puntos cuánticos basados en compuestos III-N serán fabricados sobre 


sustratos comerciales de GaN/Al2O3, y los de III-(As,Sb) sobre sustratos de GaAs en 


primera instancia. En una segunda fase, se abordará la fabricación de puntos cuánticos 


de III-(As,Sb) sobre silicio empleando sustratos comerciales de GaP/Si libres de 


dislocaciones y dominios de antifase en su superficie (comercializados por la empresa 


alemana NASPIII-V). Las muestras serán analizadas, principalmente, en el ISOM mediante 


espectroscopia de fotoluminiscencia, espectroscopia de catodoluminiscencia, difracción 


de rayos x, microscopia de barrido electrónico, y microscopia de fuerzas atómicas. Al igual 


que el caso de los puntos cuánticos fabricados en nanohilos, la calidad de la luz emitida 


por los puntos cuánticos será analizada en el ISOM o a través de colaboraciones externas 


empleando interferometría HBT y HOM.  


1.1.3. Desarrollo de compuestos basados en aleaciones de (Ga,In)(As,P,N) para la 


fabricación pseudomórfica de células fotovoltaicas tándem sobre sustratos de 


silicio. De concederse el proyecto ERC-Consolidator Grant Quantum-engineered 


lattice-matched III-V-on-Si multijunction solar cells (MIRACLE), solicitado por el interesado 


durante el contrato RyC en la convocatoria 2022, la principal línea de investigación del 


solicitante pasará a ser el desarrollo de nitruros diluidos mediante epitaxia de haces 


moleculares asistida por plasma y epitaxia de haces químicos para la fabricación de 


células solares fotovoltaicas de tercera generación. MIRACLE fue diseñado con el objetivo 


de hacer realidad el sueño de combinar, la inigualable eficiencia y estabilidad de las 


células solares tándem basadas en compuestos III-V, con la rentable y extendida 


tecnología del silicio. El objetivo último de MIRACLE es la demostración de células 


tándem de doble y triple unión basadas en nitruros diluidos con el mismo parámetro de 


red que el silicio y anchos de banda prohibidos (gap) ideales para maximizar la eficiencia 


en combinación con una célula inferior de silicio (1.5, 1.7 y 2.0 eV). Esta combinación de 


materiales permitiría alcanzar eficiencias de hasta un 43 y un 47% en células tándem de 


doble y triple unión, respectivamente. Puesto que las principales aleaciones que pueden 


ser fabricadas con el mismo para parámetro de red que el silicio y gaps adecuados son 


compuestos cuaternarios de III-(As,P,N) extremadamente difíciles de fabricar en forma de 


capas gruesas (varias micras) con la calidad necesaria para aplicaciones fotovoltaicas, 


MIRACLE propone hacer uso de la ingeniería cuántica para fabricar estos materiales en 


forma de superredes de período corto alternando a escala atómica compuestos más 


simples (ternarios) y fáciles de sintetizar de manera controlada, tanto con una 


composición química homogénea, como con una alta calidad óptica y estructural. Para la 


puesta en marcha y realización de este proyecto en el ISOM, el solicitante cuenta con el 


apoyo externo y la colaboración de J. Lähnemman, O. Brant y V. M. Kaganer del 


Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (Alemania), y Juan Jiménez, Oscar Martínez y 


Jorge Serrano de la Universidad de Valladolid. 


1.1.4. Simulación teórica de las propiedades ópticas y electrónicas de 


heteroestructuras basadas en compuestos III-(N,As,Sb). Las propiedades ópticas y 


electrónicas de los compuestos III-(N,As,Sb) indicados en los puntos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 


serán estudiadas teóricamente mediante simulaciones en 1 y 3 dimensiones empleando el 


método 8 k·p. Para ello el solicitante hará uso de una licencia de 4 años del software 


comercial Nextnano adquirida con cargo al contrato RyC durante su última anualidad. 


Estos estudios servirán de base para el diseño de los nanohilos, puntos cuánticos, y 
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superredes de período corto a desarrollar para la fabricación, tanto de emisores de 


fotones individuales, como de células tándem.     


1.2. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 


Para desarrollar las líneas de investigación anteriormente descritas, el solicitante, además 


de solicitar financiación en futuras convocatorias públicas competitivas a nivel nacional y 


europeo, participará en los siguientes proyectos de investigación en el ISOM: 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto coordinado de Comunicaciones Cuánticas: Comunidad de Madrid 


(C220920B050) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad Autónoma de Madrid 


FINANCIACIÓN PARA ISOM (€): 1.811.000,00 


DURACIÓN,  DESDE: 19/11/2022  HASTA: 31/03/2025 


COORDINADOR: Vicente Martín 


 


INVESTIGADOR PRINCIPAL EN EL ISOM: Zarko Gacevic 


 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador. 


 


COMENTARIOS: El solicitante se unió a este proyecto coordinado de la Comunidad de Madrid durante la 


última anualidad de su contrato RyC en la UPM. El solicitante contribuye a alcanzar los objetivos de este 


proyecto mediante la simulación, síntesis (mediante epitaxia de haces moleculares) y análisis de las 


propiedades físicas de los compuestos de III-N y III-(As,Sb) desarrollados en el ISOM para la fabricación de 


emisores de fotones individuales. 


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Los puntos cuánticos semiconductores III-V como emisores de fotones 


individuales para comunicaciones cuánticas (FOTONGUN, M190020074ZG) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad Autónoma de Madrid  


FINANCIACIÓN (€): 40.000,00 


DURACIÓN,  DESDE: 1/07/2022  HASTA: 30/06/2024 


INVESTIGADOR PRINCIPAL EN EL ISOM: Zarko Gacevic 


 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador. 


 


COMENTARIOS: El solicitante se unió a este proyecto de la Comunidad de Madrid durante la última 


anualidad de su contrato RyC en la UPM. El solicitante contribuye a alcanzar los objetivos de este proyecto 


mediante la simulación, síntesis (mediante epitaxia de haces moleculares) y análisis de las propiedades 


físicas de los compuestos de III-N y III-(As,Sb) desarrollados en el ISOM para la fabricación de emisores de 


fotones individuales. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: COST Action, European Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA, 


CA20116) 


ENTIDAD FINANCIADORA: European Commission in Science and Technology 


FINANCIACIÓN (€): Hasta 500.000,00  


DURACIÓN,  DESDE: 27/09/2021  HASTA: 26/09/2025 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: El solicitante es miembro de esta acción COST europea en calidad de 


Secondary Proposer, miembro del comité de gestión (representando a España junto con la Dra. Sara Barja 


de la Universidad del País Vasco), y líder del programa Short-Term Scientific Missions. 


 


COMENTARIOS: Este proyecto, ya en curso durante el contrato RyC, da acceso al solicitante a una amplia 


red de colaboradores para llevar a cabo la ejecución de aquellas tareas científicas necesarias para el 


correcto desarrollo de las líneas de investigación descritas en el apartado 1.1 y que eventualmente no 


puedan ser ejecutadas en el ISOM o por parte de alguno de sus colaboradores habituales.  


 


TÍTULO DEL PROYECTO: Quantum-engineered lattice-matched III-V-on-Si multijunction solar cells 


(MIRACLE, ID: 101087086) 


ENTIDAD FINANCIADORA: European Research Council  


CALL: ERC-Consolidator 


FINANCIACIÓN (€): 2.808.686,00 


DURACIÓN,  5 años 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sergio Fernández Garrido 


 


COMENTARIOS: Proyecto solicitado a la Comisión Europea para el desarrollo de células tándem basadas 


en compuestos III-V pseudomórficamente integrados sobre células de Si. El proyecto ha superado la fase de 


Evaluación 1. La entrevista asociada a la segunda fase tuvo lugar el 15 de noviembre de 2022 y la 


resolución definitiva se espera conocer antes del 1 de febrero de 2023. De no concederse el proyecto, el 


solicitante se planteará la creación de un consorcio para solicitar un proyecto EIC Pathfinder basado en la 


idea propuesta en MIRACLE. 
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2. RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA PREVISTA CON LA ACTIVIDAD 


REALIZADA EN LA UPM COMO CONTRATADO RAMÓN Y CAJAL 


2.1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 


Todas las actividades de investigación previstas en el apartado 1 suponen una 


continuación de las actividades realizadas por el solicitante durante su contrato RyC, las 


cuales son descritas en detalle en la “Memoria de la actividad investigadora realizada 


como contratado Ramón y Cajal”. En particular, el desarrollo de compuestos III-V 


mediante epitaxia de haces moleculares para aplicaciones optoelectrónicas ha sido, de 


manera ininterrumpida, el eje vertebrador de la carrera investigadora del solicitante desde 


el comienzo de su tesis doctoral. Respecto a la fabricación de emisores de fotones 


individuales basados en aleaciones de III(As,Sb,N), el solicitante ha adquirido experiencia 


durante su contrato RyC sobre la síntesis, mediante epitaxia de haces químicos, y la 


caracterización de compuestos III(As,P,N).   


La relación entre la actividad investigadora prevista y la realizada como contratado RyC 


en la UPM se ve además garantizada por la incorporación del solicitante a proyectos de 


investigación ya en vigor en el ISOM y cuya duración se extiende hasta 2025 en algunos 


de los casos (véase apartado 1.2). 


2.2. RESULTADOS PENDIENTES DE PUBLICAR DE LA ETAPA COMO RyC Y 


RELACIONADOS CON LA LÍNEAS DE INVESITIGACIÓN PREVISTAS 


Con respecto a la relación entre la actividad investigadora prevista y la realizada como 


contratado RyC, cabe también señalar que hay distintos estudios desarrollados durante el 


contrato RyC que están relacionados con las líneas de investigación futuras y que 


previsiblemente serán publicados por el solicitante durante su siguiente etapa 


investigadora en la UPM. Entre dichos estudios se incluyen: 


o Resultados relacionados con nanohilos semiconductores de GaN. Los estudios 


que previsiblemente serán publicados en relación con el desarrollo de nanohilos 


semiconductores de GaN para aplicaciones optoelectrónicas son los siguientes: 


- Estudio, por medio de dispersión de rayos x empleado radiación de sincrotrón, de la 


epitaxia de nanohilos de GaN sobre sustratos de Ti/Al2O3 cuando estos son 


fabricados mediante epitaxia de haces moleculares asistida por plasma. El solicitante 


es co-autor de este estudio ya accesible vía ArXiv:  


https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.04817 


- Análisis del crecimiento epitaxial y las propiedades de nanohilos de GaN fabricados 


sobre sustratos de silicio de alto índice, en particular, (112) y (113). El solicitante es el 


principal ejecutor de este estudio. 


- Modelado teórico del tiempo de incubación que precede a la formación 


auto-ensamblada de nanohilos de GaN sobre sustratos de Si. El solicitante es el 


principal ejecutor de este estudio. 


- Análisis del impacto de la polaridad cristalina sobre la luminiscencia de pozos 


cuánticos de (In,Ga)N embebidos en nanohilos de GaN. El solicitante es el principal 


ejecutor de este estudio relevante para el desarrollo de emisores de fotones 


individuales basados en compuestos III-N. 
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o Resultados relacionados con el desarrollo de semiconductores en forma de 


lámina delgada para la fabricación de células fotovoltaicas de tercera generación. 


En relación con el desarrollo de aleaciones de Ga(As,P,N) en forma de lámina delgada y 


superredes de periodo corto para la fabricación de células solares fotovoltaicas de tercera 


generación, se prevén publicar los siguientes estudios ya presentados o mandados a 


distintas conferencias internacionales como Compound Semiconductor Week, 


MRS-meetings, y EuroMBE: 


- Correlación entre los modos de crecimiento y la separación química de fases en 


láminas delgadas de Ga(P,N) en función de los parámetros de crecimiento 


empleados en los procesos de epitaxia de haces químicos. El solicitante ha co-dirigio 


este trabajo. Estudio presentado por el solicitante en la Conferencia Compound 


Semiconductor Week 2021 y cuya extensión ha sido presentada en el MRS-Spring 


Meeting y recientemente mandada a la conferencia EuroMBE 2023. 


- Análisis de la luminiscencia de capas de Ga(P,N) fabricadas mediante epitaxia de 


haces químicos en función de la composición química y procesos de recocido térmico 


realizados ex-situ. El solicitante ha co-dirigio este trabajo. Estudio presentado por el 


solicitante en la Conferencia Compound Semiconductor Week 2022 y cuya extensión 


ha sido mandada a la conferencia EuroMBE 2023. 


- Demostración de las primeras superrredes cuánticas de Ga(P,N)/Ga(As,P) ajustadas 


en parámetro de red a un sustrato de Si(001) y cuya anchura de banda prohibida es 


de interés para la fabricación de células fotovoltaicas tándem en combinación con una 


célula inferior de silicio. El solicitante ha co-dirigio este trabajo. Estudio mandado a la 


conferencia EuroMBE 2023. 
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3. ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA PREVISTA AL PERFIL 


INVESTIGADOR DE LA PLAZA 


En relación con la adecuación de la actividad investigadora prevista al perfil investigador 
de la plaza, se describe a continuación la afinidad del perfil investigador del solicitante con 
la investigación en el ISOM y las actividades docentes del Dpto. de Ciencia de Materiales 
de la UPM. 


3.1. INVESTIGACIÓN EN EL ISOM 


A esto respecto es importante señalar la perfecta complementariedad entre buena parte 


de las actividades del GDS-UPM en el ISOM y el perfil investigador del solicitante. Por un 


lado, el ISOM es uno de los pocos centros a nivel nacional con capacidad para la 


fabricación de varias familias de semiconductores III-V mediante las técnicas de epitaxia 


de haces moleculares y epitaxia de haces químicos. En estos momentos dispone de 3 


reactores de epitaxia de haces moleculares y un sistema de epitaxia de haces químicos, 


que actualmente no se encuentra operativo, para la fabricación de compuestos III-N, 


III-(As,Sb) y nitruros diluidos. La operación y mantenimiento de estos complejos sistemas 


de ultra-alto vacío requiere de personalmente altamente cualificado y especializado. El 


solicitante, además de tener casi 20 años de experiencia con sistemas de epitaxia, ha 


operado dos de los tres reactores de epitaxia de haces moleculares del ISOM. A esto se 


suma el que ha trabajado durante años con números compuestos III-V de interés para el 


ISOM (III-N, nitruros diluidos, III-As y III-P), y que además durante el contrato RyC trabajó 


en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con un equipo de epitaxia de haces 


químicos, lo cual es potencialmente interesante para el ISOM de cara a recuperar la 


funcionalidad de su sistema de epitaxia de haces químicos. A sus conocimientos de 


epitaxia se une su experiencia en el procesado y caracterización de dispositivos 


semiconductores, y la caracterización de materiales mediante, por ejemplo, 


espectroscopia de fotoluminiscencia, difracción de rayos x, micrsocopia de barrido 


electrónico, microscopia de fuerzas atómicas, efecto Hall, y medidas eléctricas de 


corriente-tensión y capacidad-voltaje. 


En relación con este punto es relevante también el hecho de que el solicitante, no solo ha 
sido contratado RyC en el ISOM, sino que también formó parte de su platilla como 
estudiante de doctorado y postdoc entre los años 2004 y 2010, por lo que es buen 
conocedor de su historia, capacidades e intereses científicos. A este conocimiento del 
centro, se une la experiencia acumulada por el solicitante entre 2010 y 2022 en otros 
centros de investigación a nivel nacional y europeo [aproximadamente 8 años en el 
Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (Alemania) y 4 años en el grupo de electrónica 
de semiconductores del Dpto. de Física Aplicada de la UAM], donde también desarrolló 
materiales funcionales para electrónica, optoelectrónica y espintrónica. Esta experiencia y 
las redes de investigación creadas y mantenidas a lo largo de su dilatada carrera científica 
suponen un activo para el GDS-UPM y otros grupos de investigación, tanto del ISOM 
como del Dpto. de Ciencia de Materiales. 


Por último, hay que señalar que la mayor parte de la actividad investigadora propuesta en 
el apartado 1 está ya integrada en las líneas de investigación del ISOM como parte de los 
proyectos: “Proyecto coordinado de Comunicaciones Cuánticas: Comunidad de Madrid 
(C220920B050)” y “Los puntos cuánticos semiconductores III-V como emisores de fotones 
individuales para comunicaciones cuánticas (FOTONGUN, M190020074ZG)” (véase 
apartado 1.2).  
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3.2 DONCENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES  


El solicitante tiene una experiencia docente de 400 horas, entre asignaturas de grado y 
máster, de interés en relación con la docencia que imparte el departamento de Ciencia de 
Materiales de la UPM, en particular, con asignaturas de las áreas de física y materiales 
funcionales. El solicitante ha impartido docencia, tanto en el Dpto. de Ciencia de 
Materiales (60 horas como becario FPU y 20 horas como contratado RyC), como en el 
departamento de Física Aplicada de la UAM (320 horas como contratado RyC). Este es el 
listado de las asignaturas impartidas por el solicitante: 
 


 


CURSOS ACADÉMICOS: 2022-2023 


PUESTO OCUPADO: Contratado RyC 


ASIGNATURA: Electricidad y Magnetismo 


TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Materiales 


CURSO: Primero 


TEORÍA/LABORATORIO/PRÁCTICAS EN AULA: Laboratorio (programa “Nanoretos” de innovación 
docente. Supervisión en laboratorio de 8 grupos de 4 alumnos cada uno). 


HORAS IMPARTIDAS POR CURSO ACADÉMICO: 20  


TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 20 


CENTRO: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica 
de Madrid 


 


 


 CURSOS ACADÉMICOS: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 


PUESTO OCUPADO: Contratado RyC 


ASIGNATURA: Nanodispositivos  


TITULACIÓN: Máster en Materiales Avanzados, Nanotecnología y Fotónica 


CURSO: Primero 


TEORÍA/LABORATORIO/PRÁCTICAS EN AULA: Teoría 


HORAS IMPARTIDAS POR CURSO ACADÉMICO: 10  


TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 40 


CENTRO: Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 
 


 CURSOS ACADÉMICOS: 2018-2019 y 2019-2020 


PUESTO OCUPADO: Contratado RyC 


ASIGNATURA: Técnicas experimentales III  


TITULACIÓN: Grado en Física 
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CURSO: Tercero 


TEORÍA/LABORATORIO/PRÁCTICAS EN AULA: Laboratorio 


HORAS IMPARTIDAS POR CURSO ACADÉMICO: 30  


TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 60 


CENTRO: Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 
 


CURSOS ACADÉMICOS: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 


PUESTO OCUPADO: Contratado RyC 


ASIGNATURA: Circuitos Electrónicos 


TITULACIÓN: Grado en Ingeniería informática 


CURSO: Segundo 


TEORÍA/LABORATORIO/PRÁCTICAS EN AULA: Laboratorio 


HORAS IMPARTIDAS POR CURSO ACADÉMICO: 40  


TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 160 


CENTRO: Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid 
 


 


CURSOS ACADÉMICOS: 2020-2021 y 2021-2022 


PUESTO OCUPADO: Contratado RyC 


ASIGNATURA: Electrónica 


TITULACIÓN: Grado en Física 


CURSO: Tercero 


TEORÍA/LABORATORIO/PRÁCTICAS EN AULA: Laboratorio 


HORAS IMPARTIDAS POR CURSO ACADÉMICO: 30  


TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 60 


CENTRO: Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 
 


 


CURSOS ACADÉMICOS: 2006-2007 


PUESTO OCUPADO: Becario FPU 


ASIGNATURA: Física del Estado Sólido: Propiedades Mecanocuánticas 


TITULACIÓN: Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales 


CURSO: Primero 
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TEORÍA/LABORATORIO/PRÁCTICAS EN AULA: Teoría y práctica 


HORAS IMPARTIDAS POR CURSO ACADÉMICO: 30  


TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 30 


CENTRO: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica 
de Madrid 


 


 


CURSOS ACADÉMICOS: 2006-2007 


PUESTO OCUPADO: Becario FPU 


ASIGNATURA: Seminario de Física del Estado Sólido 


TITULACIÓN: Titulación de segundo ciclo de Ingeniero de Materiales 


CURSO: Primero 


TEORÍA/LABORATORIO/PRÁCTICAS EN AULA: Prácticas en aula 


HORAS IMPARTIDAS POR CURSO ACADÉMICO: 30  


TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 30 


CENTRO: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica 
de Madrid 











































